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(57)【要約】
【課題】フルカラー表示が可能で、広色再現範囲および
視野角特性に優れ、低コストで高精細化可能な有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置およびそれを用いた電子
機器、並びに、有機エレクトロルミネッセンス表示装置
の製造方法を提供する。
【解決手段】有機ＥＬ表示装置１０は、第一電極１１と
第二電極１２の間に有機層１４が挟持されてなり、２つ
の電極の一方が反射電極、他方が半透明電極である有機
ＥＬ部１５と、有機ＥＬ部１５からの発光のうち青色の
波長域の光を主に透過する青色カラーフィルター１６を
有する青色画素部１７と、有機ＥＬ部１５からの発光の
うち緑色の波長域の光を主に透過する緑色カラーフィル
ター１８を有する緑色画素部１９と、有機ＥＬ部１５か
らの発光のうち青色の波長域の光および／または緑色の
波長域の光を吸収し赤色の波長域の光を発光する波長変
換層２０を有する赤色画素部２１と、を備えたことを特
徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
 第一電極と第二電極の間に、少なくとも有機発光層を有する有機層が挟持され、前記第
一電極または前記第二電極の少なくとも一方が光半透過性電極である有機エレクトロルミ
ネッセンス部と、
 前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光を主に透過
する青色カラーフィルターを有する青色画素部と、
 前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、緑色の波長域の光を主に透過
する緑色カラーフィルターを有する緑色画素部と、
 前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光および／ま
たは緑色の波長域の光を吸収し、赤色の波長域の光を発光する波長変換層を有する赤色画
素部と、を備えたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】
 第一基板と、
 第一電極と第二電極の間に、少なくとも有機発光層を有する有機層が挟持され、前記第
一電極または前記第二電極の少なくとも一方が光半透過性電極である有機エレクトロルミ
ネッセンス部と、を備え、
 前記第一基板と前記有機エレクトロルミネッセンス部の間に、前記有機エレクトロルミ
ネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光を主に透過する青色カラーフィルター
を有する青色画素部と、前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、緑色の
波長域の光を主に透過する緑色カラーフィルターを有する緑色画素部と、前記有機エレク
トロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光および／または緑色の波長域
の光を吸収し、赤色の波長域の光を発光する波長変換層を有する赤色画素部と、が設けら
れたことを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
 第一基板と、
 第一電極と第二電極の間に、少なくとも有機発光層を有する有機層が挟持され、前記第
一電極または前記第二電極の少なくとも一方が光半透過性電極である有機エレクトロルミ
ネッセンス部と、
 前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光を主に透過
する青色カラーフィルターを有する青色画素部と、
 前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、緑色の波長域の光を主に透過
する緑色カラーフィルターを有する緑色画素部と、
 前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光および／ま
たは緑色の波長域の光を吸収し、赤色の波長域の光を発光する波長変換層を有する赤色画
素部と、
 第二基板と、を備えたことを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置。
【請求項４】
 前記第一電極または前記第二電極の一方が反射性電極であり、他方が光半透過性電極で
あることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置。
【請求項５】
 第一基板と、
 第一電極と第二電極の間に、少なくとも有機発光層を有する有機層が挟持され、前記第
一電極および前記第二電極が光半透過性電極である有機エレクトロルミネッセンス部と、
 第二基板と、を備え、
 前記第一基板と前記有機エレクトロルミネッセンス部の間、および、前記第二基板と前
記有機エレクトロルミネッセンス部の間に、前記有機エレクトロルミネッセンス部からの
発光のうち、青色の波長域の光を主に透過する青色カラーフィルターを有する青色画素部
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と、前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、緑色の波長域の光を主に透
過する緑色カラーフィルターを有する緑色画素部と、前記有機エレクトロルミネッセンス
部からの発光のうち、青色の波長域の光および／または緑色の波長域の光を吸収し、赤色
の波長域の光を発光する波長変換層を有する赤色画素部と、が設けられたことを特徴とす
る請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項６】
 前記有機発光層は、少なくとも青色の波長域の光と緑色の波長域の光に発光がある発光
スペクトルを有する青緑色燐光発光層であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１
項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】
 前記波長変換層は、表示領域に亘って展開する連続膜からなることを特徴とする請求項
１～６のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】
 前記赤色画素部は、さらに、赤色の波長域の光を主に透過する赤色カラーフィルターを
有することを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置。
【請求項９】
 前記有機エレクトロルミネッセンス部の各画素間に対応した位置に、少なくとも前記有
機エレクトロルミネッセンス部からの発光を反射または散乱する隔壁が設けられたことを
特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置
。
【請求項１０】
 少なくとも前記赤色画素部の周辺に、前記波長変換層からの発光および／または前記有
機エレクトロルミネッセンス部からの発光を反射または散乱する隔壁が設けられたことを
特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置
。
【請求項１１】
 少なくとも光取出し側に配置された基板と前記波長変換層の間に、前記光取出し側に配
置された基板の屈折率よりも低い屈折率を有する低屈折率層が設けられたことを特徴とす
る請求項１～１０のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１２】
 前記青色画素部および／または前記緑色画素部は、配光変換層を有することを特徴とす
る請求項１～１１のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１３】
 少なくとも前記青色画素部および／または前記緑色画素部に設けられた配光変換層の画
素間に、前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光および／または前記有機エレク
トロルミネッセンス部からの発光の散乱光を反射または散乱する隔壁が設けられたことを
特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装
置。
【請求項１４】
 光取出し側に配置された基板と前記有機エレクトロルミネッセンス部の間に、前記光取
出し側に配置された基板の屈折率よりも低い屈折率を有する低屈折率層が設けられたこと
を特徴とする請求項１３に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１５】
 前記有機エレクトロルミネッセンス部を駆動するアクティブ素子をさらに備えたことを
特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装
置。
【請求項１６】
 請求項１～１５のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を備え
たことを特徴とする電子機器。
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【請求項１７】
 第一基板上の青色画素部に青色カラーフィルターを形成するとともに、前記第一基板上
の緑色画素部に緑色カラーフィルターを形成する工程と、
 前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カラーフィルター上と、前記第一基板上の赤
色画素部とに、波長変換材料を含む波長変換層を形成する工程と、
 前記波長変換材料が吸収する光を用いて、前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カ
ラーフィルター上に形成した前記波長変換層を露光する工程と、
 前記波長変換層上に、第一電極、少なくとも青緑色燐光発光層を有する有機層、および
、第二電極をこの順に備えた有機エレクトロルミネッセンス部を形成する工程と、
 前記第一基板の外周部に、環状の外周封止剤を塗布する工程と、
 水分および酸素濃度を管理した環境下、前記第一基板と第二基板の一次アラインメント
を行うとともに、前記第一基板と前記第二基板を貼り合わせて集成体を形成する工程と、
 前記集成体を、水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境に取り出す工程と、
 前記水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境下、前記集成体に紫外線を照射して前
記外周封止剤を硬化させる工程と、
を備えたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項１８】
 第一基板上に、第一電極、少なくとも青緑色燐光発光層を有する有機層、および、第二
電極をこの順に備えた有機エレクトロルミネッセンス部を形成する工程と、
 第二基板上の青色画素部に青色カラーフィルターを形成するとともに、前記第二基板上
の緑色画素部に緑色カラーフィルターを形成する工程と、
 前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カラーフィルター上と、前記第二基板上の赤
色画素部とに、波長変換材料を含む波長変換層を形成する工程と、
 前記波長変換材料が吸収する光を用いて、前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カ
ラーフィルター上に形成した前記波長変換層を露光する工程と、
 前記有機エレクトロルミネッセンス部が形成された前記第一基板と、前記波長変換層が
形成された前記第二基板とを、水分および酸素濃度を管理した環境下に配置する工程と、
 前記第二基板における、前記波長変換層の外周部に、環状の外周封止剤を塗布する工程
と、
 水分および酸素濃度を管理した環境下、前記第一基板と第二基板の一次アラインメント
を行うとともに、前記第一基板と前記第二基板を貼り合わせて集成体を形成する工程と、
 前記集成体を、水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境に取り出す工程と、
 前記水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境下、前記集成体に紫外線を照射して前
記外周封止剤を硬化させる工程と、
を備えたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項１９】
 第一基板上の青色画素部に青色カラーフィルターを形成するとともに、前記第一基板上
の緑色画素部に緑色カラーフィルターを形成する工程と、
 前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カラーフィルター上と、前記第一基板上の赤
色画素部とに、転写法により、波長変換材料を含む波長変換層を形成する工程と、
 前記波長変換層上に、第一電極、少なくとも青緑色燐光発光層を有する有機層、および
、第二電極をこの順に備えた有機エレクトロルミネッセンス部を形成する工程と、
 前記第一基板の外周部に、環状の外周封止剤を塗布する工程と、
 水分および酸素濃度を管理した環境下、前記第一基板と第二基板の一次アラインメント
を行うとともに、前記第一基板と前記第二基板を貼り合わせて集成体を形成する工程と、
 前記集成体を、水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境に取り出す工程と、
 前記水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境下、前記集成体に紫外線を照射して前
記外周封止剤を硬化させる工程と、
を備えたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項２０】
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 第一基板上に、第一電極、少なくとも青緑色燐光発光層を有する有機層、および、第二
電極をこの順に備えた有機エレクトロルミネッセンス部を形成する工程と、
 第二基板上の青色画素部に青色カラーフィルターを形成するとともに、前記第二基板上
の緑色画素部に緑色カラーフィルターを形成する工程と、
 前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カラーフィルター上と、前記第二基板上の赤
色画素部とに、転写法により、波長変換材料を含む波長変換層を形成する工程と、
 前記有機エレクトロルミネッセンス部が形成された前記第一基板と、前記前記波長変換
層が形成された前記第二基板とを、水分および酸素濃度を管理した環境下に配置する工程
と、
 前記第二基板における、前記波長変換層の外周部に、環状の外周封止剤を塗布する工程
と、
 水分および酸素濃度を管理した環境下、前記第一基板と第二基板の一次アラインメント
を行うとともに、前記第一基板と前記第二基板を貼り合わせて集成体を形成する工程と、
 前記集成体を、水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境に取り出す工程と、
 前記水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境下、前記集成体に紫外線を照射して前
記外周封止剤を硬化させる工程と、
を備えたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項２１】
 前記外周封止剤の内部に、充填剤を塗布する工程と、
 前記第一基板と前記第二基板、または、前記第二基板を真空チャンバ内に移送し、該真
空チャンバ内を減圧する工程と、を備えたことを特徴とする請求項１７～２０のいずれか
１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびそれを用いた電子機器、並び
に、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
 有機エレクトロルミネセンス（以下「有機ＥＬ」又は「有機ＬＥＤ」とも言う。）ディ
スプレイは、自発光の点で高画質な映像が得られることから、注目されている。また、有
機ＥＬディスプレイは、液晶ディスプレイとは異なり、高精細化に伴う開口率の減少によ
る消費電力の上昇がないことから、今後、さらなる高精細化が加速するスマートフォン、
タブレット端末の分野で、注目されている。
【０００３】
 カラー表示可能な有機ＥＬディスプレイを実現するためには、青色、緑色、赤色の光の
三原色を発光する画素を作製する必要がある。有機ＥＬディスプレイの場合、一般的に、
シャドーマスクを用いたマスク蒸着法により有機発光層を塗り分けることで、赤色、緑色
、青色の画素が形成されている。
 この従来の画素の形成方法は、マスクの加工精度、マスクのアライメント精度、マスク
の大型化などの課題があるだけでなく、マスクの撓みや、熱変形による混色の問題があっ
た。
【０００４】
 そのため、有機発光層の塗り分けを行うことなく、カラー表示可能な方法として、白色
発光有機ＥＬとカラーフィルターを組み合わせる方法が知られている。
 しかしながら、この方法では、カラーフィルターのパターニングだけでカラー表示が可
能となるため、高精細化が容易であるものの、白色光を赤色、緑色、青色の発光成分にカ
ラーフィルターで分けるため、消費電力が高くなるという問題があった。
【０００５】



(6) JP 2015-26418 A 2015.2.5

10

20

30

40

50

 製造が容易で、かつ、高精細化が可能な有機ＥＬディスプレイとしては、青緑色発光の
有機ＥＬと、その有機ＥＬからの発光を赤色に変換する波長変換層とを組み合わせたもの
が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開２０１０／０８４５８７号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
 しかしながら、青緑色発光の有機ＥＬと、その有機ＥＬからの発光を赤色に変換する波
長変換層とを組み合わせた有機ＥＬディスプレイでは、有機ＥＬからの発光をカラーフィ
ルターにより青色画素と、緑色画素とに分けるため、青色画素と緑色画素のそれぞれにお
いて、色純度と輝度がトレードオフの関係にある。したがって、この有機ＥＬディスプレ
イでは、高色再現範囲で、かつ、低消費電力を実現することが難しかった。
【０００８】
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、フルカラー表示が可能で、広色再
現範囲および視野角特性に優れ、低コストで高精細化可能な有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置およびそれを用いた電子機器、並びに、有機エレクトロルミネッセンス表示装
置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、第一電極と第二電極の間に、少な
くとも有機発光層を有する有機層が挟持され、前記第一電極または前記第二電極の少なく
とも一方が光半透過性電極である有機エレクトロルミネッセンス部と、前記有機エレクト
ロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光を主に透過する青色カラーフィ
ルターを有する青色画素部と、前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、
緑色の波長域の光を主に透過する緑色カラーフィルターを有する緑色画素部と、前記有機
エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光および／または緑色の
波長域の光を吸収し、赤色の波長域の光を発光する波長変換層を有する赤色画素部と、を
備えたことを特徴とする。
【００１０】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、第一基板と、第一電極と第
二電極の間に、少なくとも有機発光層を有する有機層が挟持され、前記第一電極または前
記第二電極の少なくとも一方が光半透過性電極である有機エレクトロルミネッセンス部と
、を備え、前記第一基板と前記有機エレクトロルミネッセンス部の間に、前記有機エレク
トロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光を主に透過する青色カラーフ
ィルターを有する青色画素部と、前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち
、緑色の波長域の光を主に透過する緑色カラーフィルターを有する緑色画素部と、前記有
機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光および／または緑色
の波長域の光を吸収し、赤色の波長域の光を発光する波長変換層を有する赤色画素部と、
が設けられていてもよい。
【００１１】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、第一基板と、第一電極と第
二電極の間に、少なくとも有機発光層を有する有機層が挟持され、第一基板と、第一電極
と第二電極の間に、少なくとも有機発光層を有する有機層が挟持され、前記第一電極また
は前記第二電極の少なくとも一方が光半透過性電極である有機エレクトロルミネッセンス
部と、前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の光を主に
透過する青色カラーフィルターを有する青色画素部と、前記有機エレクトロルミネッセン
ス部からの発光のうち、緑色の波長域の光を主に透過する緑色カラーフィルターを有する
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緑色画素部と、前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、青色の波長域の
光および／または緑色の波長域の光を吸収し、赤色の波長域の光を発光する波長変換層を
有する赤色画素部と、第二基板と、を備えていてもよい。
【００１２】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記第一電極または前記第
二電極の一方が反射性電極であり、他方が光半透過性電極であってもよい。
【００１３】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、第一基板と、第一電極と第
二電極の間に、少なくとも有機発光層を有する有機層が挟持され、前記第一電極および前
記第二電極が光半透過性電極である有機エレクトロルミネッセンス部と、第二基板と、を
備え、前記第一基板と前記有機エレクトロルミネッセンス部の間、および、前記第二基板
と前記有機エレクトロルミネッセンス部の間に、前記有機エレクトロルミネッセンス部か
らの発光のうち、青色の波長域の光を主に透過する青色カラーフィルターを有する青色画
素部と、前記有機エレクトロルミネッセンス部からの発光のうち、緑色の波長域の光を主
に透過する緑色カラーフィルターを有する緑色画素部と、前記有機エレクトロルミネッセ
ンス部からの発光のうち、青色の波長域の光および／または緑色の波長域の光を吸収し、
赤色の波長域の光を発光する波長変換層を有する赤色画素部と、が設けられていてもよい
。
【００１４】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記有機発光層は、少なく
とも青色の波長域の光と緑色の波長域の光に発光がある発光スペクトルを有する青緑色燐
光発光層であってもよい。
【００１５】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記波長変換層は、表示領
域に亘って展開する連続膜であってもよい。
【００１６】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記赤色画素部は、さらに
、赤色の波長域の光を主に透過する赤色カラーフィルターを有していてもよい。
【００１７】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記有機エレクトロルミネ
ッセンス部の各画素間に対応した位置に、少なくとも前記有機エレクトロルミネッセンス
部からの発光を反射または散乱する隔壁が設けられていてもよい。
【００１８】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、少なくとも前記赤色画素部
の周辺に、前記波長変換層からの発光および／または前記有機エレクトロルミネッセンス
部からの発光を反射または散乱する隔壁が設けられていてもよい。
【００１９】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、少なくとも光取出し側に配
置された基板と前記波長変換層の間に、前記光取出し側に配置された基板の屈折率よりも
低い屈折率を有する低屈折率層が設けられていてもよい。
【００２０】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記青色画素部および／ま
たは前記緑色画素部は、配光変換層を有していてもよい。
【００２１】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、少なくとも前記青色画素部
および／または前記緑色画素部に設けられた配光変換層の画素間に、前記有機エレクトロ
ルミネッセンス部からの発光および／または前記有機エレクトロルミネッセンス部からの
発光の散乱光を反射または散乱する隔壁が設けられていてもよい。
【００２２】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、光取出し側に配置された基



(8) JP 2015-26418 A 2015.2.5

10

20

30

40

50

板と前記有機エレクトロルミネッセンス部の間に、前記光取出し側に配置された基板の屈
折率よりも低い屈折率を有する低屈折率層が設けられていてもよい。
【００２３】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記有機エレクトロルミネ
ッセンス部を駆動するアクティブ素子をさらに備えていてもよい。
【００２４】
 本発明の電子機器は、本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を備えたことを
特徴とする。
【００２５】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法は、第一基板上の青色画素
部に青色カラーフィルターを形成するとともに、前記第一基板上の緑色画素部に緑色カラ
ーフィルターを形成する工程と、前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カラーフィル
ター上と、前記第一基板上の赤色画素部とに、波長変換材料を含む波長変換層を形成する
工程と、前記波長変換材料が吸収する光を用いて、前記青色カラーフィルターおよび前記
緑色カラーフィルター上に形成した前記波長変換層を露光する工程と、前記波長変換層上
に、第一電極、少なくとも青緑色燐光発光層を有する有機層、および、第二電極をこの順
に備えた有機エレクトロルミネッセンス部を形成する工程と、前記第一基板の外周部に、
環状の外周封止剤を塗布する工程と、水分および酸素濃度を管理した環境下、前記第一基
板と前記第二基板の一次アラインメントを行うとともに、前記第一基板と前記第二基板を
貼り合わせて集成体を形成する工程と、前記集成体を、水分および酸素濃度を管理した大
気圧の環境に取り出す工程と、前記水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境下、前記
集成体に紫外線を照射して前記外周封止剤を硬化させる工程と、を備えたことを特徴とす
る。
【００２６】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法は、第一基板上に、第一電
極、少なくとも青緑色燐光発光層を有する有機層、および、第二電極をこの順に備えた有
機エレクトロルミネッセンス部を形成する工程と、第二基板上の青色画素部に青色カラー
フィルターを形成するとともに、前記第二基板上の緑色画素部に緑色カラーフィルターを
形成する工程と、前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カラーフィルター上と、前記
第二基板上の赤色画素部とに、波長変換材料を含む波長変換層を形成する工程と、前記波
長変換材料が吸収する光を用いて、前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カラーフィ
ルター上に形成した前記波長変換層を露光する工程と、前記有機エレクトロルミネッセン
ス部が形成された前記第一基板と、前記波長変換層が形成された前記第二基板とを、水分
および酸素濃度を管理した環境下に配置する工程と、前記第二基板における、前記波長変
換層の外周部に、環状の外周封止剤を塗布する工程と、水分および酸素濃度を管理した環
境下、前記第一基板と前記第二基板の一次アラインメントを行うとともに、前記第一基板
と前記第二基板を貼り合わせて集成体を形成する工程と、前記集成体を、水分および酸素
濃度を管理した大気圧の環境に取り出す工程と、前記水分および酸素濃度を管理した大気
圧の環境下、前記集成体に紫外線を照射して前記外周封止剤を硬化させる工程と、を備え
たことを特徴とする。
【００２７】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法は、第一基板上の青色画素
部に青色カラーフィルターを形成するとともに、前記第一基板上の緑色画素部に緑色カラ
ーフィルターを形成する工程と、前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カラーフィル
ター上と、前記第一基板上の赤色画素部とに、転写法により、波長変換材料を含む波長変
換層を形成する工程と、前記波長変換層上に、第一電極、少なくとも青緑色燐光発光層を
有する有機層、および、第二電極をこの順に備えた有機エレクトロルミネッセンス部を形
成する工程と、前記第一基板の外周部に、環状の外周封止剤を塗布する工程と、水分およ
び酸素濃度を管理した環境下、前記第一基板と前記第二基板の一次アラインメントを行う
とともに、前記第一基板と前記第二基板を貼り合わせて集成体を形成する工程と、前記集
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成体を、水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境に取り出す工程と、前記水分および
酸素濃度を管理した大気圧の環境下、前記集成体に紫外線を照射して前記外周封止剤を硬
化させる工程と、を備えたことを特徴とする。
【００２８】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法は、第一基板上に、第一電
極、少なくとも青緑色燐光発光層を有する有機層、および、第二電極をこの順に備えた有
機エレクトロルミネッセンス部を形成する工程と、第二基板上の青色画素部に青色カラー
フィルターを形成するとともに、前記第二基板上の緑色画素部に緑色カラーフィルターを
形成する工程と、前記青色カラーフィルターおよび前記緑色カラーフィルター上と、前記
第二基板上の赤色画素部とに、転写法により、波長変換材料を含む波長変換層を形成する
工程と、前記有機エレクトロルミネッセンス部が形成された前記第一基板と、前記波長変
換層が形成された前記第二基板とを、水分および酸素濃度を管理した環境下に配置する工
程と、前記第二基板における、前記波長変換層の外周部に、環状の外周封止剤を塗布する
工程と、水分および酸素濃度を管理した環境下、前記第一基板と前記第二基板の一次アラ
インメントを行うとともに、前記第一基板と前記第二基板を貼り合わせて集成体を形成す
る工程と、前記集成体を、水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境に取り出す工程と
、前記水分および酸素濃度を管理した大気圧の環境下、前記集成体に紫外線を照射して前
記外周封止剤を硬化させる工程と、を備えたことを特徴とする。
【００２９】
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法において、前記外周封止剤
の内部に、充填剤を塗布する工程と、前記第一基板と前記第二基板、または、前記第二基
板を真空チャンバ内に移送し、該真空チャンバ内を減圧する工程と、を備えていてもよい
。
【発明の効果】
【００３０】
 本発明によれば、フルカラー表示が可能で、広色再現範囲および視野角特性に優れ、低
コストで高精細化可能な有機ＥＬ表示装置、および、それを用いた電子機器を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】有機ＥＬ表示装置の第一実施形態を示す概略断面図である。
【図２】有機ＥＬ表示装置の第二実施形態を示す概略断面図である。
【図３】有機ＥＬ表示装置の第三実施形態を示す概略断面図である。
【図４】有機ＥＬ表示装置の第四実施形態を示す概略断面図である。
【図５】有機ＥＬ表示装置の第五実施形態を示す概略断面図である。
【図６】有機ＥＬ表示装置の第六実施形態を示す概略断面図である。
【図７】有機ＥＬ表示装置の第七実施形態を示す概略断面図である。
【図８】有機ＥＬ表示装置の第八実施形態を示す概略断面図である。
【図９】有機ＥＬ表示装置の第九実施形態を示す概略断面図である。
【図１０】有機ＥＬ表示装置の第十実施形態を示す概略断面図である。
【図１１】有機ＥＬ表示装置の第十一実施形態を示す概略断面図である。
【図１２】有機ＥＬ表示装置の第十二実施形態を示す概略断面図である。
【図１３】第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置の回路構成を示すブロック図である
。
【図１４】第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置の一適用例であるシーリングライト
を示す外観図である。
【図１５】第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置の一適用例である照明スタンドを示
す外観図である。
【図１６】第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置の一適用例である携帯電話を示す外
観図である。
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【図１７】第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置の一適用例である薄型テレビを示す
外観図である。
【図１８】第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置の一適用例である携帯型ゲーム機を
示す外観図である。
【図１９】第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置の一適用例であるノートパソコンを
示す外観図である。
【図２０】第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置の一適用例であるタブレット端末を
示す外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
 以下、図面を参照して、本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびそ
れを用いた電子機器、並びに、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法の実施
形態について説明する。
 なお、以下に示す実施形態は、発明の趣旨をよりよく理解させるために具体的に説明す
るものであり、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。
 また、以下の説明で用いる図面は、本発明の特徴を分かりやすくするために、便宜上、
要部となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率等が実際と同じ
であるとは限らない。
【００３３】
（１）第一実施形態
 図１は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置（以下、「有機ＥＬ表示装置」と言う
。）の第一実施形態を示す概略断面図である。
 有機ＥＬ表示装置１０は、第一基板１１と、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けら
れ、第一電極１２と第二電極１３の間に、有機層１４が挟持されてなる有機エレクトロル
ミネッセンス部（以下、「有機ＥＬ部」と言う。）１５と、青色カラーフィルター１６を
有する青色画素部１７と、緑色カラーフィルター１８を有する緑色画素部１９と、波長変
換材料を含む波長変換層２０を有する赤色画素部２１と、第一基板１１の一方の面１１ａ
上に設けられ、有機ＥＬ部１５の側面を囲み、画素を区画するエッジカバー（隔壁）２２
と、エッジカバー２２を介して有機ＥＬ部１５と対向配置された第二基板（封止基板）２
３とから概略構成されている。
【００３４】
 第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられた有機ＥＬ部１５を封止する封止膜２４が
設けられている。
 また、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられた封止膜２４を覆うように接着層２
５が設けられ、この接着層２５を介して、第一基板１１と第二基板２３が接着されている
。
 また、青色画素部１７は波長変換材料を含む波長変換層２６を有し、緑色画素部１９は
波長変換材料を含む波長変換層２７を有している。
【００３５】
 赤色画素部２１は、赤色カラーフィルター２８を有している。
 また、青色カラーフィルター１６と緑色カラーフィルター１８との間、緑色カラーフィ
ルター１８と赤色カラーフィルター２８との間、および、赤色カラーフィルター２８と青
色カラーフィルター１６との間には、光吸収層（低反射層）２９が設けられている。
 さらに、青色カラーフィルター１６と波長変換層２６の間、緑色カラーフィルター１８
と波長変換層２７の間、および、赤色カラーフィルター２８と波長変換層２０との間に、
第一基板１１の屈折率よりも低い屈折率を有する低屈折率層３０が設けられている。
【００３６】
 第一電極１２は、第一基板１１の一方の面１１ａ側に設けられ、反射電極３１と、反射
電極３１上に設けられた透明電極３２とから構成されている。
 有機層１４は、第一電極１２側から第二電極１３側に向かって順に積層された、正孔注
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入層３３、正孔輸送層３４、有機発光層３５、電子輸送層３６および電子注入層３７から
構成されている。
【００３７】
 さらに、第一基板１１の他方の面１１ｂには、偏光板３８が積層されている。
【００３８】
 有機ＥＬ表示装置１０では、有機ＥＬ部１５からの青緑色の波長域の発光を励起光源と
し、青色画素部１７においては、有機ＥＬ部１５からの青緑色の波長域の発光を直接使用
し、その青緑色の波長域の発光を、青色の波長域の光を主に透過する青色カラーフィルタ
ー１６を通すことによって、青色の発光を実現している。また、緑色画素部１９において
は、有機ＥＬ部１５からの青緑色の波長域の発光を、緑色の波長域の光を主に透過する緑
色カラーフィルター１８を通すことによって、緑色の発光を実現している。さらに、赤色
画素部２１においては、有機ＥＬ部１５からの青色の波長域の光および／または緑色の波
長域の光を吸収し、赤色の波長域の光を発光する波長変換層２０を通すことによって、赤
色の発光を実現している。
 このように、各画素部における三原色の発光を実現することにより、有機ＥＬ表示装置
１０による表示のフルカラー化を実現することができる。
【００３９】
 青色画素部１７の波長変換層２６に含まれる波長変換材料、および、緑色画素部１９の
波長変換層２７に含まれる波長変換材料は、赤色画素部２１の波長変換層２０に含まれる
波長変換材料よりも、有機ＥＬ部１５からの青緑色の波長域の光（励起光）の吸収率が低
くなっているとともに、蛍光強度が低くなっている。これにより、青色画素部１７では、
励起光である青緑色の波長域の光を透過し、かつ、実質的に赤色の波長域の光を発光しな
い。また、緑色画素部１９では、励起光である青緑色の波長域の光を透過し、かつ、実質
的に赤色の波長域の光を発光しない。そして、赤色画素部２１では、励起光である青緑色
の波長域の光を吸収し、かつ、赤色の波長域の光を発光する。このようにすることにより
、有機ＥＬ表示装置１０によるフルカラー表示が可能となる。
【００４０】
 青色画素部１７に形成された波長変換層２６は、有機ＥＬ部１５からの青緑色の波長域
の励起光のピーク波長に対して、９０％以上の透過率を有し、かつ、赤色の波長域の光の
ピーク強度が、青緑色の波長域の励起光のうち、短波長側のピーク強度に対し１/１０以
下であることが好ましい。また、緑色画素部１９に形成された波長変換層２７は、有機Ｅ
Ｌ部１５からの青緑色の波長域の励起光のピーク波長に対して、９０％以上の透過率を有
し、かつ、赤色の波長域の光のピーク強度が、青緑色の波長域の励起光のうち、短波長側
のピーク強度に対し１/１０以下であることが好ましい。このようにすれば、有機ＥＬ部
１５からの青緑色の波長域の励起光を効率良く、赤色の発光、緑色の発光、青色の発光に
、分離、変換することが可能となり、低消費電力化が可能となる。
【００４１】
 波長変換層２０，２６，２７の透過率や蛍光強度を調整する方法としては、一般的に、
励起状態にある物質が基底状態のときに比べて化学的に活性化され、不安定になる現象を
利用する方法が用いられる。この方法によれば、波長変換材料に、その波長変換材料が吸
収する光を照射して、波長変換材料を励起状態である、化学的に活性化された不安定な状
態にし、波長変換材料の吸収率や蛍光強度を低下させることができる。
【００４２】
 有機ＥＬ部１５を構成する有機発光層３５としては、少なくとも青色の波長域の光と緑
色の波長域の光に発光がある発光スペクトルを有する燐光材料を含む青緑色燐光発光層を
用いることにより、有機ＥＬ表示装置１０の低消費電力化を図ることができる。特に、有
機ＥＬ表示装置１０のように、有機ＥＬ部１５からの励起光を用い、その励起光を、波長
変換層２０，２６，２７を通すことによって、フルカラー化を行う方式では、励起光源（
有機ＥＬ部１５）の発光効率が、装置全体の消費電力に直結するため、装置の低消費電力
化を図るには、蛍光材料の４倍の発光効率を有する燐光材料を波長変換層２０，２６，２
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７に用いることが非常に有効である。
【００４３】
 以下、有機ＥＬ表示装置１０を構成する各構成部材およびその形成方法について具体的
に説明するが、本実施形態はこれら構成部材および形成方法に限定されるものではない。
【００４４】
 第一基板１１、第二基板２３としては、特に限定されるものではないが、従来の有機Ｅ
Ｌ表示装置で使用される基板および封止基板が用いられる。第一基板１１、第二基板２３
としては、例えば、ガラス、石英等からなる無機材料基板、ポリエチレンテレフタレート
、ポリカーボネート、ポリイミド等からなるプラスチック基板、アルミナ等からなるセラ
ミックス基板等の絶縁性基板、または、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）等からなる金
属基板、または、これらの基板の表面に酸化シリコン（ＳｉＯ２）、有機絶縁材料等から
なる絶縁物を表面にコーティングした基板、アルミニウム等からなる金属基板の表面を陽
極酸化等の方法で絶縁化処理を施した基板等が挙げられる。これらのなかでも、ストレス
なく湾曲部、折り曲げ部を形成することが可能となる点から、プラスチック基板または金
属基板を用いることが好ましい。
【００４５】
 さらに、プラスチック基板に無機材料をコーティングした基板、金属基板に無機絶縁材
料をコーティングした基板が好ましい。このような無機材料をコーティングした基板を用
いることにより、プラスチック基板を有機ＥＬ表示装置１０の基板として用いた場合に最
大の問題となる水分の透過による有機ＥＬ材料の劣化（有機ＥＬ材料は、特に少量の水分
に対しても劣化が起こることが知られている。）を解消することが可能となる。また、金
属基板を有機ＥＬ表示装置１０の基板として用いた場合の最大の問題となる、金属基板の
突起によるリーク（ショート）（有機層１４の膜厚は、１００ｎｍ～２００ｎｍ程度と非
常に薄いため、突起による画素部での電流にリーク（ショート）が、顕著に起こることが
知られている。）を解消することが可能となる。
【００４６】
 また、アクティブマトリックス駆動するためのＴＦＴ（駆動素子）を形成する場合には
、第一基板１１、第二基板２３としては、５００℃以下の温度で融解せず、歪みも生じな
い基板を用いることが好ましい。また、一般的な金属基板は、ガラスと熱膨張率が異なる
ため、従来の生産装置を用いて金属基板上にＴＦＴを形成することは困難であるが、線膨
張係数が１×１０－５／ ℃ 以下の鉄－ニッケル系合金である金属基板を用いて、線膨張
係数をガラスに合わせ込むことにより、金属基板上にＴＦＴを、従来の生産装置を用いて
安価に形成することが可能となる。
【００４７】
 また、プラスチック基板の場合は、耐熱温度が非常に低いため、ガラス基板上にＴＦＴ
を形成した後、プラスチック基板にガラス基板上のＴＦＴを転写することにより、プラス
チック基板上にＴＦＴを転写形成する。
【００４８】
 第一基板１１、第二基板２３としては、特に制限がなく、上記の基板を用いることがで
きるが、有機ＥＬ部１５および波長変換層２０からの発光を第一基板１１側から取り出す
場合、第一基板１１としては、透明または半透明の基板が用いられる。一方、有機ＥＬ部
１５および波長変換層２０からの発光を第二基板２３側から取り出す場合、第二基板２３
としては、透明または半透明の基板が用いられる。
【００４９】
 有機ＥＬ部１５の駆動方法としては、従来のパッシブマトリックス駆動、アクティブマ
トリックス駆動、および、それらに用いられる従来の材料、プロセス等を用いることがで
きる。
 ここで、有機ＥＬ部１５の駆動方法としては、容易にピーク輝度表示が可能であり、表
示品位が優れており、パッシブマトリックス駆動に比べて発光時間を長くすることができ
、所望の輝度を得るための駆動電圧を低減することが可能となり、低消費電力化が可能と
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なることから、アクティブマトリックス駆動が好ましい。
【００５０】
 第一基板１１、第二基板２３に形成されるＴＦＴは、有機ＥＬ部１５を形成する前に、
予め第一基板１１、第二基板２３上に形成され、スイッチング用および駆動用として機能
する。
 本実施形態におけるＴＦＴとしては、例えば、公知のＴＦＴが挙げられる。また、ＴＦ
Ｔの代わりに、金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）ダイオードを用いることもできる。
【００５１】
 有機ＥＬ表示装置１０に用いることが可能なＴＦＴは、公知の材料、構造および形成方
法を用いて形成することができる。ＴＦＴの活性層の材料としては、例えば、非晶質シリ
コン（アモルファスシリコン）、多結晶シリコン（ポリシリコン）、微結晶シリコン、セ
レン化カドミウム等の無機半導体材料、酸化亜鉛、酸化インジウム－酸化ガリウム－酸化
亜鉛等の酸化物半導体材料、または、ポリチオフェン誘導体、チオフェンオリゴマー、ポ
リ（ｐ－フェリレンビニレン）誘導体、ナフタセン、ペンタセン等の有機半導体材料が挙
げられる。また、ＴＦＴの構造としては、例えば、スタガ型、逆スタガ型、トップゲート
型、コプレーナ型等が挙げられる。
【００５２】
 ＴＦＴを構成する活性層の形成方法としては、（１）プラズマ誘起化学気相成長（ＰＥ
ＣＶＤ）法により成膜したアモルファスシリコンに不純物をイオンドーピングする方法、
（２）シラン（ＳｉＨ４）ガスを用いた減圧化学気相成長（ＬＰＣＶＤ）法によりアモル
ファスシリコンを形成し、固相成長法によりアモルファスシリコンを結晶化してポリシリ
コンを得た後、イオン打ち込み法によりイオンドーピングする方法、（３）Ｓｉ２Ｈ６ガ
スを用いたＬＰＣＶＤ法またはＳｉＨ４ガスを用いたＰＥＣＶＤ法によりアモルファスシ
リコンを形成し、エキシマレーザー等のレーザーによりアニールし、アモルファスシリコ
ンを結晶化してポリシリコンを得た後、イオンドーピングを行う方法（低温プロセス）、
（４）ＬＰＣＶＤ法またはＰＥＣＶＤ法によりポリシリコン層を形成し、１０００℃以上
で熱酸化することによりゲート絶縁膜を形成し、その上に、ｎ＋ポリシリコンのゲート電
極を形成し、その後、イオンドーピングを行う方法（高温プロセス）、（５）有機半導体
材料をインクジェット法等により形成する方法、（６）有機半導体材料の単結晶膜を得る
方法等が挙げられる。
【００５３】
 本実施形態におけるＴＦＴのゲート絶縁膜は、公知の材料を用いて形成することができ
る。例えば、ＰＥＣＶＤ法、ＬＰＣＶＤ法等により形成されたＳｉＯ２またはポリシリコ
ン膜を熱酸化して得られるＳｉＯ２等が挙げられる。
【００５４】
 また、本実施形態におけるＴＦＴの信号電極線、走査電極線、共通電極線、第一駆動電
極および第二駆動電極等は、公知の材料を用いて形成することができる。これら信号電極
線、走査電極線、共通電極線、第一駆動電極および第二駆動電極等の材料としては、例え
ば、タンタル（Ｔａ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）等が挙げられる。有機ＥＬ表
示装置１０のＴＦＴは、上記のような構成で形成することができるが、本実施形態は、こ
れらの材料、構造および形成方法に限定されるものではない。
【００５５】
 アクティブ駆動型の有機ＥＬ表示装置１０に用いることが可能な層間絶縁膜は、公知の
材料を用いて形成することができる。層間絶縁膜の材料としては、例えば、酸化シリコン
（ＳｉＯ２）、窒化シリコン（ＳｉＮまたはＳｉ２Ｎ４）、酸化タンタル（ＴａＯまたは
Ｔａ２Ｏ５）等の無機材料、または、アクリル樹脂、レジスト材料等の有機材料等が挙げ
られる。
 また、層間絶縁膜の形成方法としては、化学気相成長（ＣＶＤ）法、真空蒸着法等のド
ライプロセス、スピンコート法等のウエットプロセスが挙げられる。また、必要に応じて
、フォトリソグラフィー法等により、層間絶縁膜をパターニングすることもできる。
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【００５６】
 有機層１４からの発光を第二基板２３側（第二電極１３側）から取り出す場合には、外
光が第二基板２３上に形成されたＴＦＴに入射して、ＴＦＴの特性に変化が生じることを
防ぐ目的で、遮光性を兼ね備えた遮光性絶縁膜を形成することが好ましい。また、上記の
層間絶縁膜と遮光性絶縁膜を組み合わせて用いることもできる。
 遮光性絶縁膜の材料としては、例えば、フタロシアニン、キナクロドン等の顔料または
染料をポリイミド等の高分子樹脂に分散したもの、カラーレジスト、ブラックマトリクス
材料、ＮｉｘＺｎｙＦｅ２Ｏ４等の無機絶縁材料等が挙げられる。しかしながら、本実施
形態は、これらの材料および形成方法に限定されるものではない。
【００５７】
 有機ＥＬ表示装置１０をアクティブ駆動型とし、第一基板１１または第二基板２３上に
ＴＦＴ等を形成した場合には、その表面に凹凸が形成され、この凹凸によって有機ＥＬ部
１５の欠陥（例えば、第一電極１２の欠損、有機層１４の欠損、第二電極１３の断線、第
一電極１２と第二電極１３の短絡、耐圧の低下等）等が発生するおそれがある。これらの
欠陥を防止するために、層間絶縁膜上に平坦化膜を設けてもよい。
【００５８】
 このような平坦化膜は、公知の材料を用いて形成することができる。平坦化膜の材料と
しては、例えば、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル等の無機材料、ポリイミド
、アクリル樹脂、レジスト材料等の有機材料等が挙げられる。平坦化膜の形成方法として
は、例えば、ＣＶＤ法、真空蒸着法等のドライプロセス、スピンコート法等のウエットプ
ロセス等が挙げられるが、本実施形態はこれらの材料および形成方法に限定されるもので
はない。また、平坦化膜は、単層構造または多層構造のいずれであってもよい。
【００５９】
 有機ＥＬ部１５としては、公知の有機ＥＬ部が用いられ、例えば、第一電極１２と第二
電極１３の間に、少なくとも青色の波長域の光と緑色の波長域の光に発光がある発光スペ
クトルを有する燐光材料を含む有機発光層３５を少なくとも有する有機層１４が挟持され
てなるものが挙げられるが、これに限定されるものではない。
【００６０】
 第一電極（画素電極）１２および第二電極（対向電極）１３は、有機ＥＬ部１５の陽極
または陰極として対で機能する。つまり、第一電極１２を陽極とした場合、第二電極１３
は陰極となり、第一電極１２を陰極とした場合、第二電極１３は陽極となる。
【００６１】
 第一電極１２および第二電極１３を形成する電極材料としては、公知の電極材料を用い
ることができる。
 陽極を形成する電極材料としては、有機層１４への正孔の注入をより効率よく行う観点
から、仕事関数が４．５ｅＶ以上の金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）等の金
属、および、インジウム（Ｉｎ）と錫（Ｓｎ）からなる酸化物（ＩＴＯ）、錫（Ｓｎ）の
酸化物（ＳｎＯ２）、インジウム（Ｉｎ）と亜鉛（Ｚｎ）からなる酸化物（ＩＺＯ）等の
透明電極材料等が挙げられる。
【００６２】
 また、陰極を形成する電極材料としては、有機層１４への電子の注入をより効率よく行
う観点から、仕事関数が４．５ｅＶ以下のリチウム（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、セリ
ウム（Ｃｅ）、バリウム（Ｂａ）、アルミニウム（Ａｌ）等の金属、または、これらの金
属を含有するＭｇ：Ａｇ合金、Ｌｉ：Ａｌ合金等の合金が挙げられる。
 さらに、陰極としては、仕事関数の低い材料の薄膜（膜厚０．１ｎｍ～５ｎｍ程度）と
、インジウム（Ｉｎ）と錫（Ｓｎ）からなる酸化物（ＩＴＯ）、錫（Ｓｎ）の酸化物（Ｓ
ｎＯ２）、インジウム（Ｉｎ）と亜鉛（Ｚｎ）からなる酸化物（ＩＺＯ）等の透明電極材
料とを組合せたものを用いることもできるし、また、有機層１４を構成する電子輸送層に
ドナー等をドープすることにより、前記の透明電極材料を直接陰極とすることもできる。
【００６３】
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 第一電極１２および第二電極１３は、上記の材料を用いて、例えば、ＥＢ蒸着法、スパ
ッタリング法、イオンプレーティング法、抵抗加熱蒸着法、イオンビームスパッタ法等の
公知の方法により形成することができるが、本実施形態はこれらの形成方法に限定される
ものではない。また、必要に応じて、フォトリソグラフフィー法、レーザー剥離法により
形成した電極をパターニングすることもでき、シャドーマスクと組み合わせることで直接
パターニングした電極を形成することもできる。
 第一電極１２および第二電極１３の膜厚は、５０ｎｍ以上が好ましい。膜厚が５０ｎｍ
未満の場合には、配線抵抗が高くなることから、駆動電圧の上昇が生じるおそれがある。
【００６４】
 本実施形態では、マイクロキャビティー効果を用いることにより、色純度の向上、発光
効率の向上、正面輝度の向上を図ることができる。本実施形態では、有機ＥＬ部１５から
の発光（励起光）は、青緑色の波長域の光であり、青色画素部１７においては、青色カラ
ーフィルター１６を通すことによって、緑色の発光を削減して、青色の発光を得ている。
また、緑色画素部１９においては、緑色カラーフィルター１８を通すことによって、青色
の発光を削減して、緑色の発光を得ている。そこで、青色画素部１７に対応した有機ＥＬ
部１５の画素において、反射電極と半透明電極との干渉効果によるか、または、誘電体多
層膜によるマイクロキャビティー構造（光微小共振器構造）を採用することによって、青
色の発光を強調するように設計することで、有機ＥＬ部１５からの発光を青緑色から青色
にすること、並びに、緑色画素部１９に対応した有機ＥＬ部１５の画素において、反射電
極と半透明電極との干渉効果による、または、誘電体多層膜によるマイクロキャビティー
構造（光微小共振器構造）を採用することによって、緑色の発光を強調するように設計す
ることで、有機ＥＬ部１５からの発光を青緑色から緑色にし、有機ＥＬ表示装置１０の色
純度の向上、発光効率の向上、正面輝度の向上が可能となる。
【００６５】
 ここで、光を反射する第一電極１２の透明電極３２の膜厚を、青色画素部１７と緑色画
素部１９とで相違するようにして、第二電極１３（半透明電極）と、第一電極１２の反射
電極３１との間の光学距離を、それぞれ青色と緑色が強調されるように設計することによ
り、青色画素部１７、緑色画素部１９に対応した有機ＥＬ部１５からの発光を青緑色から
それぞれ青色、緑色を強調した発光にすることができる。その結果、有機ＥＬ表示装置１
０の色純度の向上、発光効率の向上、正面輝度の向上が可能となる。
 また、第一電極１２の透明電極３２の膜厚を調整する方法により、マイクロキャビティ
ー効果を実現することにより、従来のフォトリソグラフィー法で容易にパターニングが可
能となり、有機層１４のパターニングが不要となるので、有機層１４を低コストで形成す
ることができる。
【００６６】
 ここで、マイクロキャビティー効果を得るためには、有機ＥＬ部１５からの発光を第一
電極１２側から取り出す場合、第一電極１２としては、半透明電極を用いる必要がある。
一方、有機ＥＬ部１５からの発光を第二電極１３側から取り出す場合、第二電極１３とし
ては、半透明電極を用いる必要がある。
 半透明電極の材料としては、金属の半透明電極単体、または、金属の半透明電極と透明
電極材料を組み合わせたものが用いられるが、半透明電極の材料としては、反射率・透過
率の観点から、銀が好ましい。
 半透明電極の膜厚は、５ｎｍ～３０ｎｍが好ましい。半透明電極の膜厚が５ｎｍ未満の
場合には、光の反射が十分行えず、干渉の効果を十分得るとこができない。一方、半透明
電極の膜厚が３０ｎｍを超える場合には、光の透過率が急激に低下することから、輝度、
発光効率が低下するおそれがある。
【００６７】
 また、第一電極１２または第二電極１３としては、光の反射率が高い電極を用いること
が好ましい。光の反射率が高い電極の材料としては、例えば、アルミニウム、銀、金、ア
ルミニウム－リチウム合金、アルミニウム－ネオジウム合金およびアルミニウム－シリコ
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ン合金等の反射性金属電極と透明電極を組み合わせた電極等が挙げられる。
【００６８】
 両面発光の場合、第一電極１２、第二電極１３ともに、マイクロキャビティー効果を用
いる場合には、前記の半透明電極を用いる必要があり、第一基板１１上に設けられる第一
電極１２を、半透明電極と透明電極の積層構造とし、青色画素部１７、緑色画素部１９に
対応した有機ＥＬ部１５のそれぞれにおいて、透明電極の膜厚を変えることにより、有機
ＥＬ表示装置１０の色純度の向上、発光効率の向上、正面輝度の向上が可能となる。
【００６９】
 有機層１４を構成する正孔注入層３３、正孔輸送層３４、有機発光層３５、電子輸送層
３６および電子注入層３７は、それぞれ単層構造または多層構造のいずれであってもよい
。
 また、正孔注入層３３、正孔輸送層３４、有機発光層３５、電子輸送層３６および電子
注入層３７は、それぞれ有機薄膜または無機薄膜のいずれであってもよい。
【００７０】
 なお、有機層１４は上記の構成に限定されるものではなく、有機発光層の単層構造であ
っても、有機発光層と電荷輸送層の多層構造であってもよい。有機層１４の構成としては
、具体的に、下記のものが挙げられる。
（１）第一電極１２と第二電極１３の間に、有機発光層のみが設けられた構成
（２）第一電極１２側から第二電極１３側に向かって、正孔輸送層および有機発光層がこ
の順に積層された構成
（３）第一電極１２側から第二電極１３側に向かって、有機発光層および電子輸送層がこ
の順に積層された構成
（４）第一電極１２側から第二電極１３側に向かって、正孔輸送層、有機発光層および電
子輸送層がこの順に積層された構成
（５）第一電極１２側から第二電極１３側に向かって、正孔注入層、正孔輸送層、有機発
光層および電子輸送層がこの順に積層された構成
（６）第一電極１２側から第二電極１３側に向かって、正孔注入層、正孔輸送層、有機発
光層、電子輸送層および電子注入層がこの順に積層された構成
（７）第一電極１２側から第二電極１３側に向かって、正孔注入層、正孔輸送層、有機発
光層、正孔防止層および電子輸送層がこの順に積層された構成
（８）第一電極１２側から第二電極１３側に向かって、正孔注入層、正孔輸送層、有機発
光層、正孔防止層、電子輸送層および電子注入層がこの順に積層された構成
（９）第一電極１２側から第二電極１３側に向かって、正孔注入層、正孔輸送層、電子防
止層、有機発光層、正孔防止層、電子輸送層および電子注入層がこの順に積層された構成
【００７１】
 これら有機発光層、正孔注入層、正孔輸送層、正孔防止層、電子防止層、電子輸送層お
よび電子注入層の各層は、単層構造または多層構造のいずれであってもよい。また、有機
発光層、正孔注入層、正孔輸送層、正孔防止層、電子防止層、電子輸送層および電子注入
層の各層は、それぞれ有機薄膜または無機薄膜のいずれであってもよい。
【００７２】
 電荷注入輸送層は、電荷（正孔、電子）の電極からの注入と発光層への輸送（注入）を
より効率よく行う目的で、電荷注入層（正孔注入層３３、電子注入層３７）と電荷輸送層
（正孔輸送層３４、電子輸送層３６）に分類され、以下に例示する電荷注入輸送材料のみ
から構成されていてもよく、任意に添加剤（ドナー、アクセプター等）等を含んでいても
よく、これらの材料が高分子材料（結着用樹脂）または無機材料中に分散された構成であ
ってもよい。
【００７３】
 電荷注入輸送材料としては、有機ＥＬ素子用、有機光導電体用の公知の電荷注入輸送材
料を用いることができる。このような電荷注入輸送材料は、正孔注入輸送材料および電子
注入輸送材料に分類され、これらの具体的な化合物を以下に例示するが、本実施形態はこ
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れらの材料に限定されるものではない。
【００７４】
 正孔注入層３３および正孔輸送層３４の材料としては、公知のものが用いられ、例えば
、酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）、酸化モリブデン（ＭｏＯ２）等の酸化物、無機ｐ型半導
体材料、ポルフィリン化合物、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ビス
（フェニル）－ベンジジン（ＴＰＤ）、Ｎ，Ｎ’－ジ（ナフタレン－１－イル）－Ｎ，Ｎ
’－ジフェニル－ベンジジン（α－ＮＰＤ）等の芳香族第三級アミン化合物、ヒドラゾン
化合物、キナクリドン化合物、スチリルアミン化合物等の低分子含窒素化合物、ポリアニ
リン（ＰＡＮＩ）、ポリアニリン－樟脳スルホン酸（ＰＡＮＩ－ＣＳＡ）、３，４－ポリ
エチレンジオキシチオフェン／ポリスチレンサルフォネイト（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）、ポ
リ（トリフェニルアミン）誘導体（Ｐｏｌｙ－ＴＰＤ）、ポリビニルカルバゾール（ＰＶ
Ｃｚ）、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）（ＰＰＶ）、ポリ（ｐ－ナフタレンビニレン）
（ＰＮＶ）等の高分子化合物等が挙げられる。
【００７５】
 正孔注入層３３に用いられる正孔注入輸送材料としては、陽極からの正孔の注入および
輸送をより効率よく行う観点から、正孔輸送層３４に用いられる正孔注入輸送材料よりも
、最高被占分子軌道（ＨＯＭＯ）のエネルギー準位が低い材料を用いることが好ましい。
 また、正孔輸送層３４に用いられる正孔注入輸送材料としては、正孔注入層３３に用い
られる正孔注入輸送材料よりも、正孔の移動度が高い材料を用いることが好ましい。
【００７６】
 正孔注入層３３および正孔輸送層３４は、任意に添加剤（ドナー、アクセプター等）等
を含んでいてもよい。
 そして、正孔の注入性および輸送性をより向上させるためには、正孔注入層３３および
正孔輸送層３４は、アクセプターを含むことが好ましい。アクセプターとしては、有機Ｅ
Ｌ素子向けの公知のアクセプター材料を用いることができる。これらの具体的な化合物を
以下に例示するが、本実施形態はこれらの材料に限定されるものではない。
【００７７】
 アクセプターは、無機材料または有機材料のいずれであってもよい。
 無機材料としては、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、タングステン（Ｗ）、イリジウム（Ｉ
ｒ）、オキシ塩化リン（ＰＯＣｌ３）、六フッ化ヒ酸イオン（ＡｓＦ６

－）、塩素（Ｃｌ
）、臭素（Ｂｒ）、ヨウ素（Ｉ）、酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）、酸化モリブデン（Ｍｏ
Ｏ２）等が挙げられる。
 有機材料としては、７，７，８，８，－テトラシアノキノジメタン（ＴＣＮＱ）、テト
ラフルオロテトラシアノキノジメタン（ＴＣＮＱＦ４）、テトラシアノエチレン（ＴＣＮ
Ｅ）、ヘキサシアノブタジエン（ＨＣＮＢ）、ジシクロジシアノベンゾキノン（ＤＤＱ）
等のシアノ基を有する化合物、トリニトロフルオレノン（ＴＮＦ）、ジニトロフルオレノ
ン（ＤＮＦ）等のニトロ基を有する化合物、フルオラニル、クロラニル、ブロマニル等が
挙げられる。
 これらの中でも、キャリア濃度を増加させる効果がより高いことから、ＴＣＮＱ、ＴＣ
ＮＱＦ４、ＴＣＮＥ、ＨＣＮＢ、ＤＤＱ等のシアノ基を有する化合物が好ましい。
【００７８】
 有機発光層３５は、以下に例示する有機発光材料のみから構成されていてもよく、発光
性のドーパントとホスト材料の組み合わせから構成されていてもよく、任意に正孔輸送材
料、電子輸送材料、添加剤（ドナー、アクセプター等）等を含んでいてもよい。また、こ
れらの各材料が高分子材料（結着用樹脂）または無機材料中に分散された構成であっても
よい。発光効率および寿命の観点からは、有機発光層３５の材質は、ホスト材料中に発光
性のドーパントが分散されたものが好ましい。
【００７９】
 有機発光材料としては、有機ＥＬ素子用の公知の発光材料を用いることができる。
 このような発光材料は、低分子発光材料、高分子発光材料等に分類され、これらの具体
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的な化合物を以下に例示するが、本実施形態はこれらの材料に限定されるものではない。
また、有機発光材料は、蛍光材料、燐光材料等に分類されるものでもよく、低消費電力化
の観点から、発光効率の高い燐光材料を用いることが好ましい。
【００８０】
 有機発光層３５に用いられる低分子発光材料（ホスト材料を含む）としては、４，４’
－ビス（２，２’－ジフェニルビニル）－ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）等の芳香族ジメチリ
デン化合物；５－メチル－２－［２－［４－（５－メチル－２－ベンゾオキサゾリル）フ
ェニル］ビニル］ベンゾオキサゾール等のオキサジアゾール化合物；３－（４－ビフェニ
ル）－４－フェニル－５－ｔ－ブチルフェニル－１，２，４－トリアゾール（ＴＡＺ）等
のトリアゾール誘導体；１，４－ビス（２－メチルスチリル）ベンゼン等のスチリルベン
ゼン化合物；チオピラジンジオキシド誘導体、ベンゾキノン誘導体、ナフトキノン誘導体
、アントラキノン誘導体、ジフェノキノン誘導体、フルオレノン誘導体等の蛍光性有機材
料；アゾメチン亜鉛錯体、（８－ヒドロキシキノリナト）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）
等の蛍光発光有機金属錯体；ＢｅＢｑ（ビス（ベンゾキノリノラト）ベリリウム錯体）；
４，４’－ビス－（２，２－ジ－ｐ－トリル－ビニル）－ビフェニル（ＤＴＶＢｉ）；ト
リス（１，３－ジフェニル－１，３－プロパンジオノ）（モノフェナントロリン）Ｅｕ（
ＩＩＩ）（Ｅｕ（ＤＢＭ）３（Ｐｈｅｎ））；ジフェニルエチレン誘導体；トリス［４－
（９－フェニルフルオレン－９－イル）フェニル］アミン（ＴＦＴＰＡ）等のトリフェニ
ルアミン誘導体；ジアミノカルバゾール誘導体；ビススチリル誘導体；芳香族ジアミン誘
導体；キナクリドン系化合物；ペリレン系化合物；クマリン系化合物；ジスチリルアリー
レン誘導体（ＤＰＶＢｉ）；オリゴチオフェン誘導体（ＢＭＡ－３Ｔ）；４，４’－ジ（
トリフェニルシリル）－ビフェニル（ＢＳＢ）、ジフェニル－ジ（ｏ－トリル）シラン（
ＵＧＨ１）、１，４－ビストリフェニルシリルベンゼン（ＵＧＨ２）、１，３－ビス（ト
リフェニルシリル）ベンゼン（ＵＧＨ３）、トリフェニル－（４－（９－フェニル－９Ｈ
－フルオレン－９－イル）フェニル）シラン（ＴＰＳｉ－Ｆ）等のシラン誘導体；９，９
－ジ（４－ジカルバゾール－ベンジル）フルオレン（ＣＰＦ）、３，６－ビス（トリフェ
ニルシリル）カルバゾール（ｍＣＰ）、４，４’－ビス（カルバゾール－９－イル）ビフ
ェニル（ＣＢＰ）、４，４’－ビス（カルバゾール－９－イル）－２，２’－ジメチルビ
フェニル（ＣＤＢＰ）、Ｎ，Ｎ－ジカルバゾリル－３，５－ベンゼン（ｍ－ＣＰ）、３－
（ジフェニルホスホリル）－９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール（ＰＰＯ１）、３，６－
ジ（９－カルバゾリル）－９－（２－エチルヘキシル）カルバゾール（ＴＣｚ１）、９，
９’－（５－（トリフェニルシリル）－１，３－フェニレン）ビス（９Ｈ－カルバゾール
）（ＳｉｍＣＰ）、ビス（３，５－ジ（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）フェニル）ジフ
ェニルシラン（ＳｉｍＣＰ２）、３－（ジフェニルホスホリル）－９－（４－ジフェニル
ホスホリル）フェニル）－９Ｈ－カルバゾール（ＰＰＯ２１）、２，２－ビス（４－カル
バゾリルフェニル）－１，１－ビフェニル（４ＣｚＰＢＰ）、３，６－ビス（ジフェニル
ホスホリル）－９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール（ＰＰＯ２）、９－（４－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニル）－３，６－ビス（トリフェニルシリル）－９Ｈ－カルバゾール（ＣｚＳ
ｉ）、３，６－ビス［（３，５－ジフェニル）フェニル］－９－フェニル－カルバゾール
（ＣｚＴＰ）、９－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３，６－ジトリチル－９Ｈ－カ
ルバゾール（ＣｚＣ）、９－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３，６－ビス（９－（
４－メトキシフェニル）－９Ｈ－フルオレン－９－イル）－９Ｈ－カルバゾール（ＤＦＣ
）、２，２’－ビス（４－カルバゾール－９－イル）フェニル）－ビフェニル（ＢＣＢＰ
）、９，９’－（（２，６－ジフェニルベンゾ［１，２－ｂ：４，５－ｂ’］ジフラン－
３，７－ジイル）ビス（４，１－フェニレン））ビス（９Ｈ－カルバゾール）（ＣＺＢＤ
Ｆ）等のカルバゾール誘導体；４－（ジフェニルフォスフォイル）－Ｎ，Ｎ－ジフェニル
アニリン（ＨＭ－Ａ１）等のアニリン誘導体；１，３－ビス（９－フェニル－９Ｈ－フル
オレン－９－イル）ベンゼン（ｍＤＰＦＢ）、１，４－ビス（９－フェニル－９Ｈ－フル
オレン－９－イル）ベンゼン（ｐＤＰＦＢ）、２，７－ビス（カルバゾール－９－イル）
－９，９－ジメチルフルオレン（ＤＭＦＬ－ＣＢＰ）、２－［９，９－ジ（４－メチルフ
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ェニル）－フルオレン－２－イル］－９，９－ジ（４－メチルフェニル）フルオレン（Ｂ
ＤＡＦ）、２－（９，９－スピロビフルオレン－２－イル）－９，９－スピロビフルオレ
ン（ＢＳＢＦ）、９，９－ビス［４－（ピレニル）フェニル］－９Ｈ－フルオレン（ＢＰ
ＰＦ）、２，２’－ジピレニル－９，９－スピロビフルオレン（Ｓｐｉｒｏ－Ｐｙｅ）、
２，７－ジピレニル－９，９－スピロビフルオレン（２，２’－Ｓｐｉｒｏ－Ｐｙｅ）、
２，７－ビス［９，９－ジ（４－メチルフェニル）－フルオレン－２－イル］－９，９－
ジ（４－メチルフェニル）フルオレン（ＴＤＡＦ）、２，７－ビス（９，９－スピロビフ
ルオレン－２－イル）－９，９－スピロビフルオレン（ＴＳＢＦ）、９，９－スピロビフ
ルオレン－２－イル－ジフェニル－フォスフィンオキサイド（ＳＰＰＯ１）等のフルオレ
ン誘導体；１，３－ジ（ピレン－１－イル）ベンゼン（ｍ－Ｂｐｙｅ）等のピレン誘導体
；プロパン－２，２’－ジイルビス（４，１－フェニレン）ジベンゾエート（ＭＭＡ１）
等のベンゾエート誘導体；４，４’－ビス（ジフェニルフォスフィンオキサイド）ビフェ
ニル（ＰＯ１）、２，８－ビス（ジフェニルフォスフォリル）ジベンゾ［ｂ，ｄ］チオフ
ェン（ＰＰＴ）等のフォスフィンオキサイド誘導体；４，４”－ジ（トリフェニルシリル
）－ｐ－ターフェニル（ＢＳＴ）等のターフェニル誘導体；２，４－ビス（フェノキシ）
－６－（３－メチルジフェニルアミノ）－１，３，５－トリアジン（ＢＰＭＴ）等トリア
ジン誘導体等が挙げられる。
【００８１】
 有機発光層３５に用いられる高分子発光材料としては、ポリ（２－デシルオキシ－１，
４－フェニレン）（ＤＯ－ＰＰＰ）、ポリ［２，５－ビス－［２－（Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリエ
チルアンモニウム）エトキシ］－１，４－フェニル－アルト－１，４－フェニルレン］ジ
ブロマイド（ＰＰＰ－ＮＥｔ３＋）、ポリ［２－（２’－エチルヘキシルオキシ）－５－
メトキシ－１，４－フェニレンビニレン］（ＭＥＨ－ＰＰＶ）、ポリ［５－メトキシ－（
２－プロパノキシサルフォニド）－１，４－フェニレンビニレン］（ＭＰＳ－ＰＰＶ）、
ポリ［２，５－ビス－（ヘキシルオキシ）－１，４－フェニレン－（１－シアノビニレン
）］（ＣＮ－ＰＰＶ）等のポリフェニレンビニレン誘導体；ポリ（９，９－ジオクチルフ
ルオレン）（ＰＤＡＦ）等のポリスピロ誘導体；ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）（ＰＶ
Ｋ）等のカルバゾール誘導体等が挙げられる。
【００８２】
 有機発光材料は、低分子発光材料が好ましく、低消費電力化の観点から、発光効率の高
い燐光材料を用いることが好ましい。
【００８３】
 有機発光層３５に用いられる発光性のドーパントとしては、有機ＥＬ素子用の公知のド
ーパントを用いることができる。このようなドーパントとしては、例えば、青緑色の波長
域の光を発光する燐光材料として、ビス［（４，６－ジフルオロフェニル）－ピリジナト
］ピコレネート　イリジウム（ＩＩＩ）（ＦＩｒｐｉｃ）（ピーク波長（強度比）：４７
０ｎｍ（１）、４９４ｎｍ（０．８））、ビス［（４，６－ジフルオロフェニル）－ピリ
ジナト］－３－（トリフルオロメチル）－５－（ピリジン－２－イル）－１，２，４－ト
リアゾレート　イリジウム（ＩＩＩ）（ＦＩｒｔａｚ）（ピーク波長（強度比）：４６０
ｎｍ（１）、４８９ｎｍ（０．８４））、ビス［（４，６－ジフルオロフェニル）－ピリ
ジナト］－５－（ピリジン－２－イル）－１Ｈ－テトラゾレート　イリジウム（ＩＩＩ）
（ＦＩｒＮ４）（ピーク波長（強度比）：４５９ｎｍ（１）、４８９ｎｍ（０．７９））
、ビス（４’,６’－ジフルオロフェニルポリジナト）テトラキス（１－ピラゾイル）ボ
レート　イリジウム（ＩＩＩ）（ＦＩｒ６）（ピーク波長（強度比）：４６１ｎｍ（１）
、４９０ｎｍ（０．８３））等の有機金属錯体等が挙げられる。
【００８４】
 また、上記のドーパントを用いるときのホスト材料としては、上記の低分子発光材料、
上記の高分子発光材料、４，４’－ビス（カルバゾール）ビフェニル、３－（２，７－ビ
ス（ジフェニルフォスフォイル）－９－フェニル－９Ｈ－フルオレン－９－イル）－９－
フェニル－９Ｈ－カルバゾール（ＰＣＦ）等のカルバゾール誘導体等が挙げられる。
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 ここで、マイクロキャビティー効果を用いて、効率良く、青色発光と緑色発光をそれぞ
れ異なる画素で得るためには、有機発光層３５に用いられる発光性のドーパントとしては
、有機ＥＬ素子用の公知のドーパントのうち、２つの発光成分を持つドーパント材料を用
いることが好ましい。ここで、２つの発光成分を持つドーパント材料とは、ドーパントの
発光スペクトルを各発光成分に分離したとき、２つ以上の成分に分けられるものを意味し
、ドーパントの発光スペクトルに２つのピークを有する、ショルダーを持つものとして表
される。
 ここで、ドーパント材料が有する２つの発光成分のうち、第一成分（短波長側成分）の
ピーク波長の位置が４５０～４８０ｎｍ、第二成分（長波長側成分）のピーク波長の位置
が４８０～５３０ｎｍであることが好ましい。
 また、第一成分と第二成分のピーク波長の差が、２０～８０ｎｍであることが好ましい
。
 さらに、第一成分と第二成分のピーク強度比が、７：３～５：５であることが好ましい
。
 このようにすれば、マイクロキャビティー効果を利用して、有機ＥＬ部１５から、青色
画素、緑色画素に必要な、高効率で、かつ、高色純度である青色発光、緑色発光を取り出
すことが可能となる。
【００８５】
 電子輸送層３６および電子注入層３７の材料としては、例えば、ｎ型半導体である無機
材料、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、チオピラジンジオキシド誘導体、
ベンゾキノン誘導体、ナフトキノン誘導体、アントラキノン誘導体、ジフェノキノン誘導
体、フルオレノン誘導体、ベンゾジフラン誘導体等の低分子材料；ポリ（オキサジアゾー
ル）（Ｐｏｌｙ－ＯＸＺ）、ポリスチレン誘導体（ＰＳＳ）等の高分子材料が挙げられる
。特に、電子注入層３７の材料としては、フッ化リチウム（ＬｉＦ）、フッ化バリウム（
ＢａＦ２）等のフッ化物、酸化リチウム（Ｌｉ２Ｏ）等の酸化物等が挙げられる
【００８６】
 電子注入層３７の材料としては、陰極からの電子の注入および輸送をより効率よく行う
観点から、電子輸送層３６の材料よりも最低空分子軌道（ＬＵＭＯ）のエネルギー準位が
高い材料を用いることが好ましい。また、電子輸送層３６の材料としては、電子注入層３
７の材料よりも、電子の移動度が高い材料を用いることが好ましい。
【００８７】
 また、電子の輸送性および注入性をより向上させるためには、電子輸送層３６の材料お
よび電子注入層３７の材料は、ドナーを含むことが好ましい。ドナーとしては、有機ＥＬ
素子用の公知のドナー材料を用いることができる。これらの具体的な化合物を以下に例示
するが、本実施形態はこれらの材料に限定されるものではない。
【００８８】
 ドナーは、無機材料または有機材料のいずれであってもよい。
 無機材料としては、リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属；マグネシウム
、カルシウム等のアルカリ土類金属；希土類元素；アルミニウム（Ａｌ）；銀（Ａｇ）；
銅（Ｃｕ）；インジウム（Ｉｎ）等が挙げられる。
 有機材料としては、芳香族３級アミン骨格を有する化合物、フェナントレン、ピレン、
ペリレン、アントラセン、テトラセン、ペンタセン等の置換基を有していてもよい縮合多
環化合物、テトラチアフルバレン（ＴＴＦ）類、ジベンゾフラン、フェノチアジン、カル
バゾール等が挙げられる。
【００８９】
 芳香族３級アミン骨格を有する化合物としては、アニリン類；フェニレンジアミン類；
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラフェニルベンジジン、Ｎ，Ｎ’－ビス－（３－メチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ’－ビス－（フェニル）－ベンジジン、Ｎ，Ｎ’－ジ（ナフタレン－１－イ
ル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ベンジジン等のベンジジン類；トリフェニルアミン、４，
４’４''－トリス（Ｎ，Ｎ－ジフェニル－アミノ）－トリフェニルアミン、４，４’４''
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－トリス（Ｎ－３－メチルフェニル－Ｎ－フェニル－アミノ）－トリフェニルアミン、４
，４’４''－トリス（Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－アミノ）－トリフェニルア
ミン等のトリフェニルアミン類；Ｎ，Ｎ’－ジ－（４－メチル－フェニル）－Ｎ，Ｎ’－
ジフェニル－１，４－フェニレンジアミン等のトリフェニルジアミン類等が挙げられる。
【００９０】
 上記の縮合多環化合物が「置換基を有する」とは、縮合多環化合物中の１つ以上の水素
原子が、水素原子以外の基（置換基）で置換されていることを指し、置換基の数は特に限
定されず、全ての水素原子が置換基で置換されていてもよい。そして、置換基の位置も特
に限定されない。
 置換基としては、炭素数１～１０のアルキル基、炭素数１～１０のアルコキシ基、炭素
数２～１０のアルケニル基、炭素数２～１０のアルケニルオキシ基、炭素数６～１５のア
リール基、炭素数６～１５のアリールオキシ基、水酸基、ハロゲン原子等が挙げられる。
【００９１】
 アルキル基は、直鎖状、分岐鎖状または環状のいずれであってもよい。
 直鎖状または分枝鎖状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、
イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基
、ｎ－ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ｔｅｒｔ－ペンチル基、１－メチ
ルブチル基、ｎ－ヘキシル基、２－メチルペンチル基、３－メチルペンチル基、２，２－
ジメチルブチル基、２，３－ジメチルブチル基、ｎ－ヘプチル基、２－メチルヘキシル基
、３－メチルヘキシル基、２，２－ジメチルペンチル基、２，３－ジメチルペンチル基、
２，４－ジメチルペンチル基、３，３－ジメチルペンチル基、３－エチルペンチル基、２
，２，３－トリメチルブチル基、ｎ－オクチル基、イソオクチル基、ノニル基、デシル基
等が挙げられる。
 環状のアルキル基は、単環状または多環状のいずれであってもよく、シクロプロピル基
、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオ
クチル基、シクロノニル基、シクロデシル基、ノルボルニル基、イソボルニル基、１－ア
ダマンチル基、２－アダマンチル基、トリシクロデシル基等が挙げられる。
【００９２】
 アルコキシ基としては、アルキル基が酸素原子に結合した一価の基が挙げられる。
 アルケニル基としては、炭素数が２～１０のアルキル基において、炭素原子間の１つの
単結合（Ｃ－Ｃ）が二重結合（Ｃ＝Ｃ）に置換されたものが挙げられる。
 アルケニルオキシ基としては、アルケニル基が酸素原子に結合した一価の基が挙げられ
る。
 アリール基は、単環状または多環状のいずれであってもよく、環員数は特に限定されず
、好ましいものとしては、フェニル基、１－ナフチル基、２－ナフチル基等が挙げられる
。
 アリールオキシ基としては、アリール基が酸素原子に結合した一価の基が挙げられる。
 ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられる
。
【００９３】
 これらのなかでも、ドナーとしては、キャリア濃度を増加させる効果がより高いことか
ら、芳香族３級アミン骨格を有する化合物、置換基を有していてもよい縮合多環化合物、
アルカリ金属が好ましい。
【００９４】
 正孔注入層３３、正孔輸送層３４、有機発光層３５、電子輸送層３６および電子注入層
３７は、上記の材料を溶剤に溶解、分散させた有機層形成用塗液を用いた、スピンコーテ
ィング法、ディッピング法、ドクターブレード法、吐出コート法、スプレーコート法等の
塗布法、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法、スクリーン印刷法、マイクログラ
ビアコート法等の印刷法等による公知のウエットプロセスや、上記の材料を用いた、抵抗
加熱蒸着法、電子線（ＥＢ）蒸着法、分子線エピタキシー（ＭＢＥ）法、スパッタリング
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法、有機気相蒸着（ＯＶＰＤ）法等の公知のドライプロセス、または、レーザー転写法等
により形成することができる。
 なお、ウエットプロセスにより有機層１４を構成する各層を形成する場合には、有機層
形成用塗液は、レベリング剤、粘度調整剤等の塗液の物性を調整するための添加剤を含ん
でいてもよい。但し、本実施形態では、有機層１４をパターン化する必要がないため、低
コストのパターニング方法を取ることができる。
【００９５】
 有機層１４を構成する各層の膜厚は、通常１ｎｍ～１０００ｎｍ程度であるが、１０ｎ
ｍ～２００ｎｍであることが好ましい。
 有機層１４を構成する各層の膜厚が１０ｎｍ未満であると、本来必要とされる物性（電
荷の注入特性、輸送特性、閉じ込め特性）が得なれない。また、ゴミ等の異物による画素
欠陥が生じるおそれがある。一方、有機層１４を構成する各層の膜厚が２００ｎｍを超え
ると、有機層１４の抵抗成分により駆動電圧が上昇し、結果として、消費電力が上昇する
。
【００９６】
 エッジカバー２２は、少なくとも各画素部間の一部の第一基板１１側に形成された第一
電極１２のエッジ部において、第一電極１２と第二電極１３の間でリークを起こすことを
防止する目的で設けられている。
 エッジカバー２２は、絶縁材料を用いて、電子線（ＥＢ）蒸着法、スパッタリング法、
イオンプレーティング法、抵抗加熱蒸着法等の公知の方法により形成することができる。
また、エッジカバー２２は、公知のドライ法またはウエット法のフォトリソグラフィー法
によりパターン化することができる。なお、エッジカバー２２の形成方法は、これらの形
成方法に限定されるものではない。
【００９７】
 また、エッジカバー２２を構成する材料としては、特に限定されるものではないが、公
知の材料が用いられる。エッジカバー２２を構成する材料としては、光を透過するものが
用いられ、例えば、ＳｉＯ、ＳｉＯＮ、ＳｉＮ、ＳｉＯＣ、ＳｉＣ、ＨｆＳｉＯＮ、Ｚｒ
Ｏ、ＨｆＯ、ＬａＯ等が挙げられる。
 また、エッジカバー２２の膜厚は、１００ｎｍ～２０００ｎｍであることが好ましい。
 エッジカバー２２の膜厚が１００ｎｍ未満であると、絶縁性が十分ではなく、第一電極
１２と第二電極１３との間でリークが起こり、消費電力の上昇、非発光の原因となる。一
方、エッジカバー２２の膜厚が２０００ｎｍを超えると、成膜プロセスに時間が掛り、生
産性の悪化、エッジカバー２２による第二電極１３の断線の原因となる。
【００９８】
 さらに、本実施形態では、有機ＥＬ部１５をパターン化していないため、有機ＥＬ部１
５を通して側面方向に導波する発光の損失が存在する。そこで、エッジカバー２２として
は、第一電極１２と第二電極１３の間でリークを起こすことを防止するとともに、側面方
向への発光の損失を有効利用するために、光反射性または光散乱性の材料を用いることも
できる。
【００９９】
 光反射性のエッジカバー２２としては、アルミニウム、銀等の金属を、シリカ（ＳｉＯ

２）等の透明な絶縁性の材料で覆った構造を取ることができる。
 光散乱性のエッジカバー２２の材料としては、樹脂中に光散乱性粒子を分散したものを
用いることが好ましい。また、光散乱性のエッジカバー２２によって、青色光が効果的に
散乱するためには、光散乱性粒子の粒径がミー散乱の領域にあることが必要であるので、
光散乱性粒子の粒径は１００ｎｍ～５００ｎｍ程度が好ましい。
【０１００】
 光散乱性粒子として、無機材料により構成された粒子（無機微粒子）を用いる場合には
、例えば、シリカビーズ（屈折率：１．４４）、アルミナビーズ（屈折率：１．６３）、
酸化チタンビーズ（屈折率　アナタース型：２．５０、ルチル型：２．７０）、酸化ジル
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コニアビーズ（屈折率：２．０５）、酸化亜鉛ビーズ（屈折率：２．００）、チタン酸バ
リウム（ＢａＴｉＯ３）（屈折率：２.４）等が挙げられる。
【０１０１】
 光散乱性粒子として、有機材料により構成された粒子（有機微粒子）を用いる場合には
、例えば、ポリメチルメタクリレートビーズ（屈折率：１．４９）、アクリルビーズ（屈
折率：１．５０）、アクリル－スチレン共重合体ビーズ（屈折率：１．５４）、メラミン
ビーズ（屈折率：１．５７）、高屈折率メラミンビーズ（屈折率：１．６５）、ポリカー
ボネートビーズ（屈折率：１．５７）、スチレンビーズ（屈折率：１．６０）、架橋ポリ
スチレンビーズ（屈折率：１．６１）、ポリ塩化ビニルビーズ（屈折率：１．６０）、ベ
ンゾグアナミン－メラミンホルムアルデヒドビーズ（屈折率：１．６８）、シリコーンビ
ーズ（屈折率：１．５０）等が挙げられる。
【０１０２】
 光散乱性粒子と混合して用いる樹脂材料としては、例えば、アクリル樹脂（屈折率：１
．４９）、メラミン樹脂（屈折率：１．５７）、ナイロン（屈折率：１．５３）、ポリス
チレン（屈折率：１．６０）、メラミンビーズ（屈折率：１．５７）、ポリカーボネート
（屈折率：１．５７）、ポリ塩化ビニル（屈折率：１．６０）、ポリ塩化ビニリデン（屈
折率：１．６１）、ポリ酢酸ビニル（屈折率：１．４６）、ポリエチレン（屈折率：１．
５３）、ポリメタクリル酸メチル（屈折率：１．４９）、ポリＭＢＳ（屈折率：１．５４
）、中密度ポリエチレン（屈折率：１．５３）、高密度ポリエチレン（屈折率：１．５４
）、テトラフルオロエチレン（屈折率：１．３５）、ポリ三フッ化塩化エチレン（屈折率
：１．４２）、ポリテトラフルオロエチレン（屈折率：１．３５）等が挙げられる。
【０１０３】
 有機ＥＬ表示装置１０は、駆動するために外部駆動回路（走査線電極回路、データ信号
電極回路、電源回路）に電気的に接続される。
 ここで、有機ＥＬ表示装置１０を構成する第一基板１１としては、ガラス基板上、より
好ましくは、金属基板上、プラスチック基板上、さらに好ましくは、金属基板もしくはプ
ラスチック基板上に絶縁材料をコートした基板が用いられる。
【０１０４】
 また、有機ＥＬ表示装置１０は、直接、外部回路に接続され、駆動してもよいし、ＴＦ
Ｔ等のスイッチング回路を画素内に配置し、ＴＦＴ等が接続される配線に有機ＥＬ部１５
を駆動するための外部駆動回路（走査線電極回路（ソースドライバ）、データ信号電極回
路（ゲートドライバ）、電源回路）に電気的に接続されていてもよい。
【０１０５】
 有機ＥＬ表示装置１０がアクティブマトリックス駆動型である場合、有機ＥＬ表示装置
１０を構成する有機ＥＬ部１５に形成されるアクティブ基板は、ガラス基板上、より好ま
しくは、金属基板上、プラスチック基板上、さらに好ましくは、金属基板もしくはプラス
チック基板上に絶縁材料をコートした基板上に、複数の走査信号線、データ信号線、およ
び、走査信号線とデータ信号線との交差部にＴＦＴ回路が配置される。
【０１０６】
 有機ＥＬ表示装置１０は、電圧駆動デジタル階調方式によって駆動され、画素毎にスイ
ッチング用および駆動用の２つのＴＦＴが配置されている。そして、駆動用のＴＦＴと有
機ＥＬ部１５の第一電極１２とが、平坦化層に形成されるコンタクトホールを介して電気
的に接続されている。
 また、一画素中に、駆動用のＴＦＴのゲート電位を定電位にするためのコンデンサーが
、駆動用のＴＦＴのゲート部分に接続されるように配置されている。また、ＴＦＴ上には
、平坦化層が形成されて構成されている。
 しかしながら、本実施形態は、これらに限定されるものではなく、上記の電圧駆動デジ
タル階調方式でもよく、また、電流駆動アナログ階調方式でもよい。また、ＴＦＴの数も
、特に限定されるものではなく、上記の２つのＴＦＴにより、有機ＥＬ部１５を駆動して
もよいし、ＴＦＴの特性（移動度、閾値電圧）のバラツキを防止する目的で、画素内に補
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償回路を内蔵した２つ以上のＴＦＴを設けて、有機ＥＬ部１５を駆動してもよい。
【０１０７】
 赤色画素部２１の波長変換層２０は、有機ＥＬ部１５からの励起光（青色の波長域の光
および／または緑色の波長域の光）を吸収し、赤色の波長域の光を発光する赤色波長変換
層から構成されている。
 また、有機ＥＬ表示装置１０には、必要に応じて、さらに、有機ＥＬ部１５からの励起
光を吸収し、黄色の波長域の光を発光する波長変換層（黄色波長変換層）を有する黄色画
素部を設けてもよい。
 ここで、黄色画素部からの黄色の波長域の光の色純度を、色度図上において、赤色画素
部２１からの赤色の波長域の光の色純度の点と、緑色画素部１９からの緑色の波長域の光
の色純度の点とを結ぶ線より外側にすることにより、有機ＥＬ表示装置１０は、赤色画素
部２１および緑色画素部１９のみを使用する表示装置よりも色再現範囲をさらに広げるこ
とができる。
【０１０８】
 波長変換層２０，２６，２７は、以下に例示する蛍光体材料のみから構成されていても
よく、任意に添加剤等を含んでいてもよく、これらの材料が高分子材料（結着用樹脂）ま
たは無機材料中に分散された構成であってもよい。
 波長変換層２０，２６，２７を構成する蛍光体材料としては、公知の蛍光体材料を用い
ることができる。このような蛍光体材料は、有機系蛍光体材料と無機系蛍光体材料に分類
され、これらの具体的な化合物を以下に例示するが、本実施形態はこれらの材料に限定さ
れるものではない。
【０１０９】
 特に、有機ＥＬ表示装置１０が高精細な表示装置である場合には、画素のパターンの幅
よりも、波長変換層２０の膜厚を薄くする必要がある。
 しかしながら、波長変換層２０の膜厚を薄くすると、励起光の吸収量が低下し、有機Ｅ
Ｌ部１５からの励起光と波長変換層２０から赤色が混色し、色純度が低下するため、波長
変換層２０に含まれる波長変換材料の濃度を上げる必要がある。波長変換材料の濃度を上
げると、いわゆる濃度消光による発光効率の低下が起こる。そこで、波長変換層２０が、
波長変換材料として、光吸収と発光をそれぞれ主に担う２種類の蛍光体材料（第一波長変
換材料、第二波長変換材料）を含有することが好ましい。これにより、薄膜で励起光を十
分に吸収し、かつ、高発光効率を両立することが可能となる。
【０１１０】
 すなわち、波長変換層２０に含まれる第一波長変換材料が、有機ＥＬ部１５からの励起
光を吸収して励起状態となった場合、第一波長変換材料間でのエネルギー移動よりも、第
一波長変換材料から、第一波長変換材料よりもエネルギー準位の低い第二波長変換材料へ
のエネルギー移動の方が起こりやい。そのため、第一波長変換材料の励起エネルギーは、
第一波長変換材料間での移動による消失（濃度消光）を受けずに、ほとんどが第二波長変
換材料へ移動し、第二波長変換材料の発光に寄与することができると考えられる。そして
、波長変換層２０に含まれる第一波長変換材料の濃度を、実質的に濃度消光を起こす高い
濃度にすることにより、第一波長変換材料の吸収率を上げることで、第一波長変換材料に
おいて、有機ＥＬ部１５からの励起光を十分に吸収し、第一波長変換材料から第二波長変
換材料にエネルギーを移動させる。さらに、波長変換層２０に含まれる第二波長変換材料
の濃度を、実質的に濃度消光を起こさない低い濃度にすることにより、第二波長変換材料
において、第一波長変換材料から移動してきた励起エネルギーを効率よく利用して波長変
換を行い、所望の波長域の光を発光することができる。
 このようにして、波長変換層２０において、薄い膜厚と高い発光効率とを両立すること
が可能となる。換言すれば、有機ＥＬ部１５からの励起光を吸収する機能と、所望の波長
域の光を発光する機能とを分離し、それぞれの機能を第一波長変換材料と第二波長変換材
料に分担させることによって、波長変換層２０の膜厚を増加させることなく、波長変換層
２０において、好適に、高い吸収率と高い発光効率を維持することができる。
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【０１１１】
 ここで、励起光の十分な吸収とは、励起波長における吸収率が８０％以上であることが
好ましく、９０％以上であることがより好ましい。
 さらに、ここで、波長変換層２０が、有機ＥＬ部１５からの励起光を吸収する蛍光体材
料（第一波長変換材料）、および、所望の色（例えば、赤色）を発光する蛍光体材料（第
二波長変換材料）を含有することによって、第一波長変換材料が、波長変換層２０への入
射光を吸収して、そのエネルギーを第二波長変換材料へとエネルギーを移動させ、第二波
長変換材料が、第一波長変換材料から、そのエネルギーを受容することにより、波長変換
層２０が、当初の入射光とは異なるスペクトルの光を放射することができる。
【０１１２】
 すなわち、第一波長変換材料は、波長変換層２０へ入射する有機ＥＬ部からの励起光を
吸収し、吸収したエネルギーを第二波長変換材料に移動させることできる波長変換材料で
ある。したがって、第一波長変換材料の吸収スペクトルは、有機ＥＬ部１５からの励起光
のスペクトルと重なっていることが好ましい。また、第一波長変換材料の吸収極大と、有
機ＥＬ部１５からの励起光のスペクトルの極大とが一致していることがより好ましい。ま
た、第一波長変換材料の発光スペクトルが、第二波長変換材料の吸収スペクトルと重なっ
ていることが好ましい。さらに、第一波長変換材料の発光スペクトルの極大と、第二波長
変換材料の吸収極大とが一致していることがより好ましい。ここで、スペクトルの極大が
一致しているとは、極大波長の差が２０％以下であることが好ましく、１０％以下である
ことがより好ましい。
【０１１３】
 また、波長変換層２０において、有機ＥＬ部１５からの励起光の吸収と発光とを異なる
波長変換材料によって実現することによって、第一波長変換材料による入射光の吸収ピー
ク波長と、第二波長変換材料による波長変換後の発光ピーク波長との差を大きくすること
ができる。さらに、有機ＥＬ部１５からの励起光を吸収する機能と、所望の波長域の光を
発光する機能とを分離したことによって、第一波長変換材料および第二波長変換材料とし
て用いる材料の選択肢を広げることができる。
【０１１４】
 有機系蛍光体材料としては、紫外域の励起光を、青色の波長域の発光に変換する蛍光色
素として、スチルベンゼン系色素：１，４－ビス（２－メチルスチリル）ベンゼン、トラ
ンス－４，４’－ジフェニルスチルベンゼン、クマリン系色素：７－ヒドロキシ－４－メ
チルクマリン等が挙げられる。
 また、青色～緑色の波長域の励起光を、赤色の波長域の発光に変換する有機系蛍光色素
としては、シアニン系色素：４－ジシアノメチレン－２－メチル－６－（ｐ－ジメチルア
ミノスチルリル）－４Ｈ－ピラン、ピリジン系色素：１－エチル－２－［４－（ｐ－ジメ
チルアミノフェニル）－１，３－ブタジエニル］－ピリジニウム－パークロレート、及び
ローダミン系色素：ローダミンＢ、ローダミン６Ｇ、ローダミン３Ｂ、ローダミン１０１
、ローダミン１１０、ベーシックバイオレット１１、スルホローダミン１０１等が挙げら
れる。
【０１１５】
 また、無機系蛍光体材料としては、Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ３＋、ＹＡｌＯ３：Ｅｕ３＋、Ｃ
ａ２Ｙ２（ＳｉＯ４）６：Ｅｕ３＋、ＬｉＹ９（ＳｉＯ４）６Ｏ２：Ｅｕ３＋、ＹＶＯ４

：Ｅｕ３＋、ＣａＳ：Ｅｕ３＋、Ｇｄ２Ｏ３：Ｅｕ３＋、Ｇｄ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ３＋、Ｙ（
Ｐ，Ｖ）Ｏ４：Ｅｕ３＋、Ｍｇ４ＧｅＯ５．５Ｆ：Ｍｎ４＋、Ｍｇ４ＧｅＯ６：Ｍｎ４＋

、Ｋ５Ｅｕ２．５（ＷＯ４）６．２５、Ｎａ５Ｅｕ２．５（ＷＯ４）６．２５、Ｋ５Ｅｕ

２．５（ＭｏＯ４）６．２５、Ｎａ５Ｅｕ２．５（ＭｏＯ４）６．２５等が挙げられる。
【０１１６】
 また、上記無機系蛍光体は、必要に応じて表面改質処理を施してもよく、その方法とし
ては、シランカップリング剤等の化学的処理によるものや、サブミクロンオーダーの微粒
子等の添加による物理的処理によるもの、さらにそれらの併用によるもの等が挙げられる
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。
 励起光による劣化、発光による劣化等の安定性を考慮すると、波長変換材料としては、
無機系蛍光体材料を用いることが好ましい。
【０１１７】
 ここで、波長変換材料として、無機系蛍光体材料を用いる場合、その濃度は特に限定さ
れるものではないが、濃度は高い方が、励起光の吸収率、発光効率の点で好ましい。した
がって、波長変換材料が無機系蛍光体材料１００％から構成されていてもよい。
 一方、波長変換材料として、有機系蛍光体材料を用いる場合には、波長変換材料が濃度
消光を起こさないことが好ましい。なぜならば、波長変換材料が濃度消光を起こすと、発
光効率が低下するからである。
【０１１８】
 波長変換層２０に含まれる波長変換材料の濃度は、実質的に濃度消光を起こさないこと
を条件として、波長変換層２０を構成する材料の総量に対して、好ましくは１０質量％以
下、より好ましくは０．０１～１０質量％ 、さらに好ましくは０．１～５質量％の範囲
内である。このような濃度範囲内で波長変換材料を用いることによって、濃度消光を好適
に防止することができるとともに、十分な発光効率を好適に得ることができる。
【０１１９】
 さらに、波長変換層２０に、第一波長変換材料と第二波長変換材料を組み合わせて用い
る場合には、第一波長変換材料の含有量は、波長変換層２０を構成する材料の総量に対し
て、３０～９９．９９質量％の範囲内であることが好ましい。このような濃度範囲で第一
波長変換材料を用いることによって、有機ＥＬ部１５からの波長変換層２０への入射光を
、第一波長変換材料が十分に吸収し、吸収した光エネルギーを、第一波長変換材料から第
二波長変換材料に移動することができるとともに、励起光の漏れによる色純度の低下を防
止することができる。
【０１２０】
 また、このような波長変換層２０において、所望の波長域の光を発する波長変換材料は
第二波長変換材料であるので、波長変換層２０に含まれる第二波長変換材料の濃度は、第
二波長変換材料が濃度消光を起こさない範囲内であることが好ましい。なぜならば、第二
波長変換材料が濃度消光を起こすと、波長変換層２０の発光効率が低下するからである。
【０１２１】
 波長変換層２０に含まれる第二波長変換材料の濃度の上限は、実質的に濃度消光を起こ
さないことを条件として、第一波長変換材料および第二波長変換材料の種類に依存して変
化し得る。
 一方、波長変換層２０に含まれる第二波長変換材料の濃度の下限は、十分な発光強度が
得られることを条件として、第一波長変換材料および第二波長変換材料の種類、あるいは
、目的とする用途に依存して変化し得る。
【０１２２】
 波長変換層２０に含まれる第二波長変換材料の濃度は、波長変換層２０を構成する材料
の総量に対して、好ましくは１０質量％以下、より好ましくは０．０１～１０質量％ 、
さらに好ましくは０．１～５質量％の範囲内である。このような濃度範囲内で第二波長変
換材料を用いることによって、濃度消光を好適に防止することができるとともに、十分な
発光効率を好適に得ることができる。
【０１２３】
 波長変換層２０の膜厚は、通常１００ｎｍ～１００μｍ程度であるが、１～１００μｍ
であることが好ましい。
 波長変換層２０の膜厚が１００ｎｍ未満であると、有機ＥＬ部１５からの発光を十分吸
収することができないため、発光効率の低下、必要とされる色に励起光が混じることによ
る色純度の悪化といった問題が生じる。さらに、有機ＥＬ部１５からの発光の吸収を高め
、色純度に悪影響を及ぼさない程度に励起光の透過光を低減するためには、波長変換層２
０の膜厚が、１μｍ以上であることが好ましい。一方、波長変換層２０の膜厚が１００μ
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ｍを超えると、有機ＥＬ部１５からの発光を既に十分に吸収することから、発光効率の上
昇には繋がらずに、材料を消費するだけに留まり、材料コストの上昇に繋がる。
【０１２４】
 また、波長変換層２０は、上記の蛍光体材料と樹脂材料を溶剤に溶解、分散させた蛍光
体層形成用塗液を用いた、スピンコーティング法、ディッピング法、ドクターブレード法
、吐出コート法、スプレーコート法等の塗布法、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印
刷法、スクリーン印刷法、マイクログラビアコート法等の印刷法等による公知のウエット
プロセスや、上記の材料を用いた、抵抗加熱蒸着法、電子線（ＥＢ）蒸着法、分子線エピ
タキシー（ＭＢＥ）法、スパッタリング法、有機気相蒸着（ＯＶＰＤ）法等の公知のドラ
イプロセス等により形成することができる。さらに、フォトブリーチ法、転写法（レーザ
ー転写法、熱転写法）を用いることにより、低コストで高精細化できる。
【０１２５】
 本実施形態では、フォトブリーチ法をパターニング方法として用いることにより、赤色
画素部２１のみに有機ＥＬ部１５からの発光を励起光とし、赤色の波長域の光を発光する
波長変換層２０を形成すればよい。すなわち、青色画素部１７の波長変換層２６と緑色画
素部１９の波長変換層２７を、波長変換層２６，２７が吸収し、蛍光強度を低下させる波
長で露光し、赤色画素部２１には、前記の波長の光を遮光するだけの非常にシンプルな方
法を適用できるため、露光が１回で済み、かつ、マスクも１枚でよいので、低コストのパ
ターン化が可能となる。
【０１２６】
 さらに、従来の方法のように緑色と赤色の波長変換層を必要とする場合には、緑色画素
部１９を、赤色画素部２１の波長変換層２０の蛍光強度のみを低下させる波長の光で露光
する必要があるが、赤色画素部２１の波長変換層２０の蛍光強度のみを低下させる波長の
光によって、緑色画素部１９の波長変換層２７の蛍光強度も低下させてしまうという問題
も本方式では、起こらない。
 さらに、フォトブリーチ法では、所望の赤色波長変換材料だけ蛍光強度を低下させ、そ
の他の緑色波長変換材料の蛍光強度を変化させないという必要がなく、完全に蛍光強度を
低下させること（なくすこと）が、可能となり、青色画素部１７と緑色画素部１９におい
て、赤色画素部２１の波長変換層２０からの発光による色純度の低下をなくすことも可能
となる。
【０１２７】
 本実施形態におけるフォトブリーチ法とは、波長変換層２０，２６，２７を構成する波
長変換材料に、紫外線などの波長変換層２０，２６，２７が吸収を持つ波長領域の高エネ
ルギー光（電磁波）を、フォトマスクを用いて照射して、波長変換層２０，２６，２７を
部分的に変性することによって、波長変換層２０，２６，２７の蛍光強度（励起光の吸収
強度）を低下させる方法である。
 なお、波長変換材料の変性とは、色変換色素の分解、酸化、その他の波長変換材料の発
光強度が低下（励起光に対する光透過率が低下）する任意の態様（会合体の形成）を含む
。特に、本実施形態では、有機ＥＬ部１５からの励起光による蛍光強度の低下、有機ＥＬ
部１５の発光極大での波長における励起光に対する光透過率が低下を意味する。
【０１２８】
 波長変換材料を変性させるための光源としては、通常、高圧ＵＶランプ、超高圧ＵＶラ
ンプ、低圧ＵＶランプ、Ｄｅｅｐ　ＵＶランプ、メタルハライドランプ、エキシマランプ
、キセノンランプ、ハロゲンランプ等のランプが用いられる。
 なお、光源の波長は、波長変換材料の吸収波長であればよく、特に限定されるものでは
なく、波長変換材料の一部または全部を変性できる波長範囲であることが好ましい。
 光源の照度は、特に限定されるものではなく、プロセスの時間を短縮するためには大き
い方がよいが、露光時に波長変換層と基板の間にカラーフィルター、有機ＥＬ部等が設け
られている場合、カラーフィルター、有機ＥＬ部の劣化を防止する目的で照射強度は、あ
まり高くない方がよく、１０～１００ｍＷ／ｃｍ２程度が好ましい。
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【０１２９】
 波長変換層２０，２６，２７を部分的に変性させる手段として、フォトマスクを用いて
、波長変換層２０，２６，２７に高エネルギー光を照射し、色変換色素を部分的に変性さ
せる場合について説明したが、本実施形態では、他の手段を用いてもよい。例えば、波長
変換層２０，２６，２７を部分的に変性させる方法としては、照射強度を変化させながら
、波長変換層２０，２６，２７の全面に対して電磁波を照射する方法（例えば、白黒ネガ
フィルムのような部分的に透過度の異なるフィルタを通して電磁波を露光する方法、微小
な光源が発する光の照射強度を変化させながら走査させる方法 、マスキングにより部分
的に電磁波を照射する方法等）が挙げられる。波長変換層２０，２６，２７を部分的に露
光する場合には、例えば、フォトマスクを用いて密着露光したり、投影露光（レンズで集
光した光、または、微小な光源から発光する光を用いて部分的に露光する方法、あるいは
、これらの方法にフォトマスクを併用する方法等）したりすることによって実施すること
ができる。
【０１３０】
 また、本実施形態では、少なくとも赤色画素部２１に波長変換層２０を形成すればよい
ので、１回の転写で波長変換層２０を形成することが可能である。したがって、従来、カ
ラーフィルターの形成、有機ＥＬの発光層の形成で課題となっていた、赤色、緑色、青色
の３回のパターニング（転写）に伴う、高コスト、低生産性の課題を克服することができ
る。
 また、波長変換層２０，２６，２７は、前記の高分子樹脂として、感光性の樹脂を用い
ることにより、フォトリソグラフィー法により、パターン化することができる。
【０１３１】
 ここで、感光性の樹脂としては、アクリル酸系樹脂、メタクリル酸系樹脂、ポリ桂皮酸
ビニル系樹脂、硬ゴム系樹脂等の反応性ビニル基を有する感光性樹脂（光硬化型レジスト
材料）の１種類または複数種類の混合物を用いることができる。
 また、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法、スクリーン印刷法等ウエットプロ
セス、シャドーマスクを用いた抵抗加熱蒸着法、電子線（ＥＢ）蒸着法、分子線エピタキ
シー（ＭＢＥ）法、スパッタリング法、有機気相蒸着（ＯＶＰＤ）法等の公知のドライプ
ロセス、または、レーザー転写法等により蛍光体材料を直接、パターニングすることもで
きる。
【０１３２】
 青色カラーフィルター１６は、第一基板１１と波長変換層２６の間に設けられている。
また、緑色カラーフィルター１８は、第一基板１１と波長変換層２７の間に設けられてい
る。また、赤色カラーフィルター２８は、第一基板１１と波長変換層２０の間に設けられ
ている。
 青色カラーフィルター１６、緑色カラーフィルター１８、赤色カラーフィルター２８と
しては、従来のカラーフィルターを用いることができる。ここで、カラーフィルターを設
けることによって、赤色画素部２１、緑色画素部１９、青色画素部１７の色純度を高める
ことができ、ひいては、有機ＥＬ表示装置１０の色再現範囲を拡大することができる。
【０１３３】
 また、波長変換層（青色波長変換層）２６上に設けられた青色カラーフィルター１６、
波長変換層（緑色波長変換層）２７上に設けられた緑色カラーフィルター１８、波長変換
層（赤色波長変換層）２０上に設けられた赤色カラーフィルター２８は、外光のうち、各
波長変換材料を励起する励起光を吸収するため、外光による波長変換層２０，２６，２７
の発光を低減・防止することができ、有機ＥＬ表示装置１０表示のコントラストの低下を
低減・防止することができる。一方、青色カラーフィルター１６、緑色カラーフィルター
１８および赤色カラーフィルター２８によって、波長変換層２０，２６，２７に吸収され
ず、波長変換層２０，２６，２７を透過する励起光が外部に漏れ出すことを防止できるの
で、波長変換層２０，２６，２７からの発光と励起光による混色による発光の色純度の低
下を防止することができる。
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【０１３４】
 光吸収層（低反射層）２９は、第一基板１１側において、青色カラーフィルター１６と
緑色カラーフィルター１８との間、緑色カラーフィルター１８と赤色カラーフィルター２
８との間、および、赤色カラーフィルター２８と青色カラーフィルター１６との間に設け
られている。この光吸収層２９により、各画素部からの発光が混色するのを防止し、有機
ＥＬ表示装置１０の表示のコントラストを向上することができる。
【０１３５】
 光吸収層２９の膜厚は、通常１００ｎｍ～１００μｍ程度であるが、１００ｎｍ～１０
μｍであることが好ましい。また、波長変換層２０，２６，２７の側面への発光を効率よ
く外部に取り出すためには、光吸収層２９の膜厚は、波長変換層２０，２６，２７の膜厚
よりも薄いことが好ましい。
【０１３６】
 低屈折率層３０は、青色カラーフィルター１６と波長変換層２６の間、緑色カラーフィ
ルター１８と波長変換層２７の間、および、赤色カラーフィルター２８と波長変換層２０
との間に設けられている。低屈折率層３０の屈折率は、第一基板１１の屈折率よりも低く
なっている。
 これにより、波長変換層２０，２６，２７からの発光が、第一基板１１を導波して、第
一基板１１の側面に導波することによって生じる発光の損失を低減することができる。す
なわち、低屈折率層３０と第一基板１１との屈折率差を利用し、第一基板１１から空気層
（外部）へ取り出すことができない臨界角以上の光を、波長変換層２０，２６，２７と低
屈層３０との屈折率差で反射させ、再度、有機ＥＬ部１５の、半透明電極（第二電極１３
）または反射電極（第一電極１２）で反射させ、その反射光を、第一基板１１方向に出射
させることにより、第一基板１１を導波する発光ロスを低減することができ、有機ＥＬ表
示装置１０の消費電力を低減するとともに、輝度を向上することができる。
【０１３７】
 さらに、第一基板１１と有機ＥＬ部１５との間、または、青色カラーフィルター１６、
緑色カラーフィルター１８および赤色カラーフィルター２８と、有機ＥＬ部１５との間に
、第一基板１１の屈折率、有機ＥＬ部１５の屈折率よりも低い屈折率を有する低屈折率層
３０を設けることが好ましい。
 これにより、有機ＥＬ部１５からの発光が、第一基板１１を導波して、第一基板１１の
側面に導波することによって生じる発光の損失を低減することができ、有機ＥＬ表示装置
１０の消費電力を低減するとともに、輝度を向上することができる。
【０１３８】
 低屈折率層３０に用いることができる材料としては、特に限定されるものではない。低
屈折率層３０は、例えば、フッ素系樹脂（Ｐｏｌｙ（１，１，１，３，３，３－ｈｅｘａ
ｆｌｕｏｒｏｉｓｏｐｒｏｐｙｌ　ａｃｒｙｌａｔｅ）：ｎ＝１．３７５、Ｐｏｌｙ（２
，２，３，３，４，４，４－ｈｅｐｔａｆｌｕｏｒｏｂｕｔｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａ
ｔｅ）：ｎ＝１．３８３、Ｐｏｌｙ（２，２，３，３，３－ｐｅｎｔａｆｌｕｏｒｏｐｒ
ｏｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）：ｎ＝１．３９５、Ｐｏｌｙ（２，２，２－ｔｒｉ
ｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）：ｎ＝１．４１８、メソポーラス
シリカ（ｎ＝１．２）、エアロゲル（ｎ＝１．０５）等の膜で形成されてもよく、第一基
板１１と有機ＥＬ部１５との間の空間、または、青色カラーフィルター１６、緑色カラー
フィルター１８および赤色カラーフィルター２８と、有機ＥＬ部１５との間の空間に導入
されたドライエアー、窒素等の気体で形成されていてもよく、前記の空間を減圧状態にし
て形成されていてもよい。
【０１３９】
 青色カラーフィルター１６、緑色カラーフィルター１８、赤色カラーフィルター２８、
波長変換層２０，２６，２７、有機ＥＬ部１５などが設けられた第一基板１１と、第二基
板２３とは、公知の封止材料および封止方法によって貼り合わせることができる。
 具体的には、青色カラーフィルター１６、緑色カラーフィルター１８、赤色カラーフィ
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ルター２８、波長変換層２０，２６，２７、有機ＥＬ部１５などが設けられた第一基板１
１に、スピンコート法、ＯＤＦ、ラミレート法等を用いて樹脂を塗布することにより、青
色カラーフィルター１６、緑色カラーフィルター１８、赤色カラーフィルター２８、波長
変換層２０，２６，２７、有機ＥＬ部１５などを封止する封止膜２４を形成した後、スピ
ンコート法、ＯＤＦ、ラミレート法等を用いて、その封止膜２４を覆うように、第一基板
１１の全面に接着剤を塗布して接着層２５を形成し、その接着層２５を介して、第一基板
１１と第二基板２３を貼り合わせる。
【０１４０】
 なお、封止膜２４は、第一基板１１上に設けられた青色カラーフィルター１６、緑色カ
ラーフィルター１８、赤色カラーフィルター２８、波長変換層２０，２６，２７、有機Ｅ
Ｌ部１５などを覆うように、プラズマＣＶＤ法、イオンプレーティング法、イオンビーム
法、スパッタ法等により、ＳｉＯ、ＳｉＯＮ、ＳｉＮ等からなる無機膜を形成した後、さ
らに、その無機膜を覆うように、スピンコート法、ＯＤＦ、ラミレート法等を用いて樹脂
を塗布するか、または、無機膜を覆うように樹脂膜を貼り合わせることによって形成する
こともできる。
 封止膜２４により、外部から有機ＥＬ部１５内へ酸素や水分が混入するのを防止するこ
とができ、ひいては、有機ＥＬ部１５の寿命を向上することができる。
【０１４１】
 接着層２５に用いられる接着剤としては、紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂等が挙げられる
。
 また、第一基板１１と第二基板２３の周縁部に紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂等を塗布し
て、第一基板１１と第二基板２３を貼り合わせた後、これらの基板の間に、窒素ガス、ア
ルゴンガス等の不活性ガスを封入してもよい。
【０１４２】
 有機ＥＬ表示装置１０には、光取り出し側の基板（第一基板１１）に偏光板３８を設け
ることが好ましい。
 偏光板３８としては、従来の直線偏光板とλ／４板とを組み合わせたものが好ましい。
偏光板３８を設けることによって、有機ＥＬ表示装置１０の表示のコントラストを向上す
ることができる。
【０１４３】
（２）第二実施形態
 図２は、有機ＥＬ表示装置の第二実施形態を示す概略断面図である。図２において、図
１に示した有機ＥＬ表示装置１０と同一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省
略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置４０が、上述の第一実施形態の有機ＥＬ表示装置１０と
異なる点は、青色画素部１７に波長変換層２６の代わりに光散乱層４１が設けられ、かつ
、緑色画素部１９に波長変換層２７の代わりに光散乱層４１が設けられている点である。
【０１４４】
 有機ＥＬ表示装置４０は、マイクロキャビティー構造を有する有機ＥＬ部１５からの異
方性の発光を直接、使用する青色画素部１７および緑色画素部１９と、波長変換層２０か
らの発光を使用する赤色画素部２１との異なる配光特性を有する画素部を備えているので
、有機ＥＬ部１５からの発光と波長変換層２０からの発光の配光特性を合わせて、視野角
による配光特性のズレによる輝度、色変化を低減するために、青色画素部１７および緑色
画素部１９には光散乱層４１が設けられている。
【０１４５】
 光散乱層４１の材料としては、樹脂中に光散乱性粒子を分散したものを用いることが好
ましい。光散乱性粒子は、有機材料または無機材料から構成されるが、無機材料から構成
されることが好ましい。
 これにより、外部（例えば、発光素子）からの指向性を有する光を、より等方的かつ効
果的に拡散または散乱させることができる。また、無機材料を使用することにより、光お
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よび熱に安定な光散乱層４１を形成することができる。また、光散乱性粒子としては、透
明度が高いものが好ましい。また、光散乱性粒子としては、低屈折率の母材中に、母材よ
りも高屈折率の微粒子を分散したものが好ましい。
【０１４６】
 また、青色の波長域の光が光散乱層４１によって効果的に散乱するためには、光散乱性
粒子の粒径がミー散乱の領域にあることが必要であるので、光散乱性粒子の粒径は１００
ｎｍ～５００ｎｍ程度が好ましい。
【０１４７】
 光散乱性粒子として、無機材料を用いる場合、その無機材料としては、例えば、ケイ素
、チタン、ジルコニウム、アルミニウム、インジウム、亜鉛、錫、およびアンチモンから
なる群より選ばれる少なくとも１種の金属の酸化物を主成分とした粒子（微粒子）等が挙
げられる。
 また、光散乱性粒子として、無機材料により構成された粒子（無機微粒子）を用いる場
合、その無機微粒子としては、例えば、シリカビーズ（屈折率：１．４４）、アルミナビ
ーズ（屈折率：１．６３）、酸化チタンビーズ（屈折率　アナタース型：２．５０、ルチ
ル型：２．７０）、酸化ジルコニアビーズ（屈折率：２．０５）、酸化亜鉛ビーズ（屈折
率：２．００）、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）（屈折率：２.４）等が挙げられる
。
【０１４８】
 光散乱性粒子として、有機材料により構成された粒子（有機微粒子）を用いる場合、そ
の有機微粒子としては、例えば、ポリメチルメタクリレートビーズ（屈折率：１．４９）
、アクリルビーズ（屈折率：１．５０）、アクリル－スチレン共重合体ビーズ（屈折率：
１．５４）、メラミンビーズ（屈折率：１．５７）、高屈折率メラミンビーズ（屈折率：
１．６５）、ポリカーボネートビーズ（屈折率：１．５７）、スチレンビーズ（屈折率：
１．６０）、架橋ポリスチレンビーズ（屈折率：１．６１）、ポリ塩化ビニルビーズ（屈
折率：１．６０）、ベンゾグアナミン－メラミンホルムアルデヒドビーズ（屈折率：１．
６８）、シリコーンビーズ（屈折率：１．５０）等が挙げられる。
【０１４９】
 光散乱性粒子と混合して用いられる樹脂材料は、透光性の樹脂材料であることが好まし
い。樹脂材料としては、例えば、アクリル樹脂（屈折率：１．４９）、メラミン樹脂（屈
折率：１．５７）、ナイロン（屈折率：１．５３）、ポリスチレン（屈折率：１．６０）
、メラミンビーズ（屈折率：１．５７）、ポリカーボネート（屈折率：１．５７）、ポリ
塩化ビニル（屈折率：１．６０）、ポリ塩化ビニリデン（屈折率：１．６１）、ポリ酢酸
ビニル（屈折率：１．４６）、ポリエチレン（屈折率：１．５３）、ポリメタクリル酸メ
チル（屈折率：１．４９）、ポリＭＢＳ（屈折率：１．５４）、中密度ポリエチレン（屈
折率：１．５３）、高密度ポリエチレン（屈折率：１．５４）、テトラフルオロエチレン
（屈折率：１．３５）、ポリ三フッ化塩化エチレン（屈折率：１．４２）、ポリテトラフ
ルオロエチレン（屈折率：１．３５）等が挙げられる。
【０１５０】
（３）第三実施形態
 図３は、有機ＥＬ表示装置の第三実施形態を示す概略断面図である。図３において、図
１に示した有機ＥＬ表示装置１０および図２に示した有機ＥＬ表示装置４０と同一の構成
要素には同一符号を付して、その説明を省略する。
【０１５１】
 有機ＥＬ表示装置５０は、第一基板１１と、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けら
れ、第一電極１２と第二電極１３の間に、有機層１４が挟持されてなる有機ＥＬ部１５と
、接着層２５を介して第一基板１１と対向配置された第二基板２３と、第二基板２３の一
方の面２３ａ上に設けられ、青色カラーフィルター１６を有する青色画素部１７、緑色カ
ラーフィルター１８を有する緑色画素部１９、および、波長変換材料を含む波長変換層２
０を有する赤色画素部２１と、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられ、有機ＥＬ部
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１５の側面を囲み、画素を区画するエッジカバー２２と、第二基板２３の一方の面２３ａ
上に設けられ、青色カラーフィルター１６、緑色カラーフィルター１８および赤色カラー
フィルター２８の側面を囲み、画素を区画するバンク５１とから概略構成されている。
【０１５２】
 第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられた有機ＥＬ部１５を封止する封止膜２４が
設けられている。
 また、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた青色カラーフィルター１６、緑色
カラーフィルター１８および赤色カラーフィルター２８を封止するために、波長変換層２
０を覆うように封止膜２４が設けられている。
 さらに、第一基板１１側の封止膜２４と、第二基板２３側の封止膜２４とが対向するよ
うに配置され、これら封止膜２４を覆うように設けられた接着層２５を介して、第一基板
１１と第二基板２３が接着されている。
【０１５３】
 また、第二基板２３の一方の面２３ａ側には、有機ＥＬ表示装置５０の表示領域に亘っ
て展開する連続膜からなる波長変換層２０が、青色カラーフィルター１６、緑色カラーフ
ィルター１８および赤色カラーフィルター２８を覆うように設けられている。
 また、青色カラーフィルター１６と緑色カラーフィルター１８との間、緑色カラーフィ
ルター１８と赤色カラーフィルター２８との間、および、赤色カラーフィルター２８と青
色カラーフィルター１６との間には、光吸収層（低反射層）２９が設けられている。
 さらに、青色カラーフィルター１６と波長変換層２０の間、緑色カラーフィルター１８
と波長変換層２０の間、および、赤色カラーフィルター２８と波長変換層２０との間に、
第二基板２３の屈折率よりも低い屈折率を有する低屈折率層３０が設けられている。
【０１５４】
 第二基板２３の他方の面２３ｂには、偏光板３８が積層されている。
 また、青色画素部１７における青色カラーフィルター１６上に設けられた低屈折率層３
０と波長変換層２０の間、および、緑色画素部１９における緑色カラーフィルター１８上
に設けられた低屈折率層３０と波長変換層２０の間に、光散乱層４１が設けられている。
【０１５５】
 第二基板２３の一方の面２３ａ上において、青色カラーフィルター１６、緑色カラーフ
ィルター１８および赤色カラーフィルター２８の側面を囲み、画素を区画するバンク５１
を設けることにより、波長変換層２０からの等方発光のうち、波長変換層２０の側面方向
への発光（波長変換層２０を通しての導波成分）を防止することができ、所望の画素以外
への発光の漏れによる色純度の低下を防止すことができる。さらに、波長変換層２０から
の発光が、バンク５１にて画素内に反射されるので、波長変換層２０からの発光を有効利
用できるので、有機ＥＬ表示装置１０の消費電力を低減することができる。
【０１５６】
 バンク５１の材料としては、特に限定されるものではなく、上述のエッジカバー２２の
材料と同様のものを用いることができる。さらに、バンク５１としては、エッジカバー２
２とは異なり、絶縁性が必要とされないので、金属等の反射膜を用いることもできる。
【０１５７】
 また、第二基板２３の一方の面２３ａ側の封止膜２４は、波長変換層２０を覆うように
設けられるが、波長変換層２０の第一基板１１と対向する側の面を、封止膜２４で平坦化
することが好ましい。これにより、有機ＥＬ部１５が設けられた第一基板１１と、波長変
換層２０が設けられた第二基板２３との密着性および接着強度を向上することができる。
【０１５８】
（４）第四実施形態
 図４は、有機ＥＬ表示装置の第四実施形態を示す概略断面図である。図４において、図
３に示した有機ＥＬ表示装置５０と同一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省
略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置６０が、上述の第三実施形態の有機ＥＬ表示装置５０と
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異なる点は、上述の第二実施形態の有機ＥＬ表示装置４０と同様に、波長変換層２０が赤
色画素部２１のみに設けられている点、青色画素部１７に波長変換層２０の代わりに光散
乱層４１が設けられ、かつ、緑色画素部１９に波長変換層２０の代わりに光散乱層４１が
設けられている点、第二基板２３の一方の面２３ａ上において、青色カラーフィルター１
６、緑色カラーフィルター１８および赤色カラーフィルター２８を封止するために設けら
れた封止膜２４のうち、バンク５１を覆っている部分が、第一基板１１の一方の面１１ａ
上において、有機ＥＬ部１５を封止するために設けられた封止膜２４に当接するように、
接着層２５を介して、第一基板１１と第二基板２３が接着されている点である。
【０１５９】
（５）第五実施形態
 図５は、有機ＥＬ表示装置の第五実施形態を示す概略断面図である。図５において、図
３に示した有機ＥＬ表示装置５０と同一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省
略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置７０が、上述の第三実施形態の有機ＥＬ表示装置５０と
異なる点は、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられた有機ＥＬ部１５の第二電極１
３上であって、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた青色カラーフィルター１６
、緑色カラーフィルター１８および赤色カラーフィルター２８に対向する位置に波長変換
層２０が設けられている点、青色カラーフィルター１６および緑色カラーフィルター１８
上に光散乱層４１が設けられている点、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた封
止膜２４上であって、青色カラーフィルター１６、緑色カラーフィルター１８および赤色
カラーフィルター２８のそれぞれに対向する位置に低屈折率層３０が設けられている点、
第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた封止膜２４のうち、バンク５１を覆ってい
る部分が、有機ＥＬ部１５を封止するために設けられた封止膜２４に当接するように、接
着層２５を介して、第一基板１１と第二基板２３が接着されている点である。
【０１６０】
（６）第六実施形態
 図６は、有機ＥＬ表示装置の第六実施形態を示す概略断面図である。図６において、図
３に示した有機ＥＬ表示装置５０と同一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省
略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置８０が、上述の第三実施形態の有機ＥＬ表示装置５０と
異なる点は、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられた有機ＥＬ部１５の第二電極１
３上であって、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた赤色カラーフィルター２８
に対向する位置にのみ波長変換層２０が設けられている点、青色カラーフィルター１６お
よび緑色カラーフィルター１８上に光散乱層４１が設けられている点、第二基板２３の一
方の面２３ａ上に設けられた封止膜２４上であって、青色カラーフィルター１６、緑色カ
ラーフィルター１８および赤色カラーフィルター２８のそれぞれに対向する位置に低屈折
率層３０が設けられている点、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた封止膜２４
のうち、バンク５１を覆っている部分が、有機ＥＬ部１５を封止するために設けられた封
止膜２４に当接するように、接着層２５を介して、第一基板１１と第二基板２３が接着さ
れている点である。
【０１６１】
（７）第七実施形態
 図７は、有機ＥＬ表示装置の第七実施形態を示す概略断面図である。図７において、図
３に示した有機ＥＬ表示装置５０と同一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省
略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置９０が、上述の第三実施形態の有機ＥＬ表示装置５０と
異なる点は、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられた有機ＥＬ部１５を封止する封
止膜２４上であって、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた青色カラーフィルタ
ー１６、緑色カラーフィルター１８および赤色カラーフィルター２８に対向する位置に、
波長変換層２０が設けられている点、その波長変換層２０を覆うように、さらに封止膜２
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４が設けられている点、青色カラーフィルター１６および緑色カラーフィルター１８上に
光散乱層４１が設けられている点、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた封止膜
２４のうち、バンク５１を覆っている部分が、波長変換層２０を封止するために設けられ
た封止膜２４に当接するように、接着層２５を介して、第一基板１１と第二基板２３が接
着されている点である。
【０１６２】
（８）第八実施形態
 図８は、有機ＥＬ表示装置の第八実施形態を示す概略断面図である。図８において、図
３に示した有機ＥＬ表示装置５０と同一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省
略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００が、上述の第三実施形態の有機ＥＬ表示装置５０
と異なる点は、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられた有機ＥＬ部１５を封止する
封止膜２４上であって、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた赤色カラーフィル
ター２８に対向する位置にのみ波長変換層２０が設けられている点、その波長変換層２０
を覆うように、さらに封止膜２４が設けられている点、青色カラーフィルター１６および
緑色カラーフィルター１８上に光散乱層４１が設けられている点、第二基板２３の一方の
面２３ａ上に設けられた封止膜２４のうち、バンク５１を覆っている部分が、波長変換層
２０を封止するために設けられた封止膜２４に当接するように、接着層２５を介して、第
一基板１１と第二基板２３が接着されている点である。
【０１６３】
（９）第九実施形態
 図９は、有機ＥＬ表示装置の第九実施形態を示す概略断面図である。図９において、図
３に示した有機ＥＬ表示装置５０と同一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省
略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置１１０が、上述の第三実施形態の有機ＥＬ表示装置５０
と異なる点は、第一基板１１の一方の面１１ａ上に、ＴＦＴ（駆動素子）１１１が形成さ
れている点である。すなわち、第一基板１１の一方の面１１ａに、ゲート電極１１２が形
成され、このゲート電極１１２を覆うように第一基板１１の一方の面１１ａ上に、ゲート
絶縁膜１１３が形成されている。ゲート絶縁膜１１３上には、活性層（図示略）が形成さ
れ、活性層上にソース電極１１４、ドレイン電極１１５および配線１１６が形成され、こ
れらソース電極１１４、ドレイン電極１１５および配線１１６を覆うように平坦化膜１１
７が形成されている。なお、平坦化膜１１７は、単層構造でなくてもよく、他の層間絶縁
膜と平坦化膜を組み合わせた構成としてもよい。また、平坦化膜もしくは層間絶縁膜を貫
通してドレイン電極１１５に達するコンタクトホール１１８が形成され、平坦化膜１１７
上にコンタクトホール１１８を介してドレイン電極１１５と電気的に接続された有機ＥＬ
部１５の第一電極１２が形成されている。
【０１６４】
 また、本実施形態の有機ＥＬ表示装置１１０が、上述の第三実施形態の有機ＥＬ表示装
置５０と異なる点は、青色カラーフィルター１６と波長変換層２０の間、および、緑色カ
ラーフィルター１８と波長変換層２０の間に、低屈折率層が設けられていない点、第一基
板１１側に設けられた封止膜２４と、第二基板２３側に設けられた封止膜２４との間に充
填剤１１９が充填され、この充填剤１１９を介して、接着層２５により、第一基板１１と
第二基板２３が接着されている点である。
 さらに、本実施形態の有機ＥＬ表示装置１１０が、上述の第三実施形態の有機ＥＬ表示
装置５０と異なる点は、有機ＥＬ部１５の有機層１４が、第一基板１１側から順に、絶縁
層１２０、正孔注入層３３、正孔輸送層３４、有機発光層３５、正孔防止層１２１、電子
輸送層３６、電子注入層３７、絶縁層１２０、正孔注入層３３、正孔輸送層３４、有機発
光層３５、正孔防止層１２１、電子輸送層３６、電子注入層３７から構成されている点で
ある。
【０１６５】
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（１０）第十実施形態
 図１０は、有機ＥＬ表示装置の第十実施形態を示す概略断面図である。図１０において
、図３に示した有機ＥＬ表示装置５０および図９に示した有機ＥＬ表示装置１１０と同一
の構成要素には同一符号を付して、その説明を省略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置１３０が、上述の第九実施形態の有機ＥＬ表示装置１１
０と異なる点は、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた赤色カラーフィルター２
８に対向する位置にのみ波長変換層２０が設けられている点である。
【０１６６】
（１１）第十一実施形態
 図１１は、有機ＥＬ表示装置の第十一実施形態を示す概略断面図である。図１１におい
て、図３に示した有機ＥＬ表示装置５０および図９に示した有機ＥＬ表示装置１１０と同
一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置１４０が、上述の第九実施形態の有機ＥＬ表示装置１１
０と異なる点は、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた赤色カラーフィルター２
８、緑色カラーフィルター１８および青色カラーフィルター１６に対向する位置であって
、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられた有機ＥＬ部１５を覆うように、波長変換
層２０が設けられている点、赤色カラーフィルター２８、緑色カラーフィルター１８およ
び青色カラーフィルター１６を覆うように、第二基板２３の一方の面２３ａ上に低屈折率
層３０が設けられている点である。
【０１６７】
（１２）第十二実施形態
 図１２は、有機ＥＬ表示装置の第十二実施形態を示す概略断面図である。図１２におい
て、図３に示した有機ＥＬ表示装置５０および図９に示した有機ＥＬ表示装置１１０と同
一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省略する。
 本実施形態の有機ＥＬ表示装置１５０が、上述の第九実施形態の有機ＥＬ表示装置１１
０と異なる点は、第二基板２３の一方の面２３ａ上に設けられた赤色カラーフィルター２
８のみに対向する位置であって、第一基板１１の一方の面１１ａ上に設けられた有機ＥＬ
部１５を覆うように、波長変換層２０が設けられている点、赤色カラーフィルター２８、
緑色カラーフィルター１８および青色カラーフィルター１６を覆うように、第二基板２３
の一方の面２３ａ上に低屈折率層３０が設けられている点である。
【０１６８】
「有機ＥＬ表示装置の回路構成」
 図１３は、第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置の回路構成を示すブロック図であ
る。
 第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置は、図１３に示すように、回路構成としてＡ
Ｄ変換回路２０１と、画像処理回路２０２と、制御回路２０３と、走査線駆動回路２０４
と、信号線駆動回路２０５と、電源回路２０６と、を備えている。
 また、液晶セルの画素部２０７には複数の走査線２０８と、複数の信号線２０９と、複
数の電源線２１０と、が備えられている。
 さらに、各走査線２０８、各信号線２０９および各電源線２１０に対応する各画素にス
イッチングトランジスタ２１１と、駆動トランジスタ２１２と、有機ＥＬ素子２１３と、
キャパシタ２１４と、が備えられている。
【０１６９】
 有機ＥＬ素子２１３を駆動する電源回路２０６は、走査線駆動回路２０４により画素部
２０７の走査線２０８を順次選択し、選択されている走査線２０８に沿って配置されてい
る各画素に対し、信号線駆動回路２０５により画素データを書き込む。すなわち、走査線
駆動回路２０４が走査線２０８を順次駆動し、信号線駆動回路２０５が信号線２０９に画
素データを出力することで、駆動された走査線２０８とデータが出力された信号線２０９
との交差する位置に配置された画素が駆動される。
【０１７０】
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 さらに、バックライトユニットを駆動する電源回路２０６は、画像を表示する間、バッ
クライトユニットを一定の輝度で点灯するために一定の電圧、電流を供給する。さらに、
画像と同期してバックライトユニットの輝度をコントロールすることで、低消費電力化が
可能となる。
【０１７１】
「照明装置」
 また、上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置は、えば、図１４に示すシーリ
ングライト（照明装置）２２０にも適用できる。
 図１４に示すシーリングライト２２０は、発光部２２１と、吊下線２２２と、電源コー
ド２２３とを備えてなる照明装置である。
 シーリングライト２２０において、発光部２２１は、上述の第一～第十二実施形態の有
機ＥＬ表示装置のいずれかから構成されている。
【０１７２】
 本実施形態のシーリングライト２２０は、上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示
装置を発光部２２１として備えることにより、発光効率に優れる照明装置となる。
【０１７３】
 また、上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置は、えば、図１５に示す照明ス
タンド（照明装置）２３０にも適用できる。
 図１５に示す照明スタンド２３０は、発光部２３１と、スタンド２３２と、メインスイ
ッチ２３３と、電源コード２３４とを備えてなる照明装置である。
 照明スタンド２３０において、発光部２３１は、上述の第一～第十二実施形態の有機Ｅ
Ｌ表示装置のいずれかから構成されている。
【０１７４】
 本実施形態の照明スタンド２３０は、上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置
を発光部２３１として備えることにより、発光効率に優れる照明装置となる。
【０１７５】
「電子機器」
 上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置は、各種電子機器に適用することがで
きる。
 以下、上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置を備えた電子機器について、図
１６～１９を用いて説明する。
 上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置は、例えば、図１６に示す携帯電話に
適用できる。
 図１６に示す携帯電話２４０は、音声入力部２４１、音声出力部２４２、アンテナ２４
３、操作スイッチ２４４、表示部２４５および筐体２４６等を備えている。
 そして、表示部２４５として上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置を好適に
適用できる。上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置を携帯電話２４０の表示部
２４５に適用することによって、良好な発光効率で映像を表示することができる。
【０１７６】
 また、上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置は、例えば、図１７に示す薄型
テレビに適用できる。
 図１７に示す薄型テレビ２５０は、表示部２５１、スピーカ２５２、キャビネット２５
３およびスタンド２５４等を備えている。
 そして、表示部２５１として上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置を好適に
適用できる。上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置を薄型テレビ２５０の表示
部２５１に適用することによって、良好な発光効率で映像を表示することができる。
【０１７７】
 また、上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置は、例えば、図１８に示す携帯
型ゲーム機に適用できる。
 図１８に示す携帯型ゲーム機２６０は、操作ボタン２６１、２６２、外部接続端子２６
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３、表示部２６４および筐体２６５等を備えている。
 そして、表示部２６４として上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置を好適に
適用できる。上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置を携帯型ゲーム機２６０の
表示部２６４に適用することによって、良好な発光効率で映像を表示することができる。
【０１７８】
 また、上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置は、例えば、図１９に示すノー
トパソコンに適用できる。
 図１９に示すノートパソコン２７０は、表示部２７１、キーボード２７２、タッチパッ
ド２７３、メインスイッチ２７４、カメラ２７５、記録媒体スロット２７６および筐体２
７７等を備えている。
 そして、表示部２７１として上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置を好適に
適用できる。上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置をノートパソコン２７０の
表示部２７１に適用することによって、良好な発光効率で映像を表示することができる。
【０１７９】
 さらに、上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置は、例えば、図２０に示すタ
ブレット端末に適用できる。
 図２０に示すタブレット端末２８０は、表示部（タッチパネル）２８１、カメラ２８２
および筐体２８３等を備えている。
 そして、表示部２８１として上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置を好適に
適用できる。上述の第一～第十二実施形態の有機ＥＬ表示装置をタブレット端末２８０の
表示部２８１に適用することによって、良好な発光効率で映像を表示することができる。
【０１８０】
 以上、図面を参照しながら本発明に係る好適な実施形態について説明したが、本発明は
上記の実施形態に限定されないことは言うまでもない。上記の実施形態において示した各
構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲にお
いて設計要求等に基づき種々変更可能である。
 その他、表示装置、照明装置の各構成要素の形状、数、配置、材料、形成方法等に関す
る具体的な記載は、上記の実施形態に限定されることなく、適宜変更が可能である
【実施例】
【０１８１】
 以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定
されるものではない。
【０１８２】
［実施例１］
 基板として、１００×１００ｍｍ角、厚さ０．７ｍｍのガラス基板を用いた。これを水
洗した後、純水超音波洗浄を１０分、アセトン超音波洗浄を１０分、イソプロピルアルコ
ール蒸気洗浄を５分行い、１００℃にて１時間乾燥させた。
 まず、ガラス基板の一面に、スピンコート法により、黒色隔壁材料（ＢＫレジスト、東
京応化社製）を塗布した。
 その後、黒色隔壁材料を塗布したガラス基板を、７０℃にて１５分間プリベークして、
膜厚１μｍの塗膜を形成した。
 次に、その塗膜に、所望の画像パターンが形成できるマスク（画素ピッチ２００μｍ、
線幅２０μｍ）を被せて、塗膜にｉ線（１００ｍＪ／ｃｍ２）を照射し、露光した。
 次に、現像液として炭酸ナトリウム水溶液を用いて、塗膜を現像し、純水でリンス処理
を行い、光吸収層（低反射層）を得た。
【０１８３】
 次に、バンク材料として、エポキシ系樹脂（屈折率：１．５９）、アクリル系樹脂（屈
折率：１．４９）、ルチル型酸化チタン（屈折率：２．７１、粒径２５０ｎｍ）、光重合
開始剤および芳香族系溶剤からなる白色感光性組成物を攪拌混合して、ポジ型レジストを
調製した。
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 次に、前記のガラス基板の一面上に、スピンコート法により、このポジ型レジストを塗
布した。そのポジ型レジストを、画素ピッチ２００μｍ、線幅２０μｍでパターン形成し
、前記の光吸収層上に、膜厚５μｍの光反射性バンクを形成した。
 次に、前記のバンクによって区画された領域に、従来の方法により、赤色カラーフィル
ター、緑色カラーフィルター、青色カラーフィルターをパターン形成した。
 次に、青色画素には青色光散乱層を、緑色画素には緑色光散乱層を形成した。ここで、
光散乱層を形成するには、まず、平均粒径１．５μｍのシリカ粒子（屈折率：１．６５）
２０ｇに、水／ジメチルスルホキシド＝１／１の混合溶液（３００ｇ）に溶解されたポリ
ビニルアルコール３０ｇを加え、分散機により攪拌して、光散乱層形成用塗液を調製した
。
 次に、前記のガラス基板上の低反射層が形成されていない領域に、スクリーン印刷法に
より、その光散乱層形成用塗液を塗布した。引き続き、真空オーブンにより、２００℃、
１０ｍｍＨｇの条件で４時間加熱乾燥し、光散乱層を形成した。
 次に、トルエンに、ポリスチレン樹脂（１０ｇ）と、９－（１Ｈ－ベンゾイミダゾール
－２－イル）－１，１，６，６－テトラメチル－２，３，５，６－テトラヒドロ－１Ｈ，
４Ｈ－１１－オキサ－アザ－ベンゾアントラセン－１０－ワン（１ｇ）と、ルモーゲンレ
ッド（０．１ｇ）とを溶解し、波長変換層形成用塗液を調製した。
 次に、前記のガラス基板のカラーフィルター上に、スピンコート法により、波長変換層
形成用塗液を塗布し、膜厚２μｍの波長変換層を形成した。
 次に、青色画素、緑色画素に対応する部分は、光を透過し、赤色画素に対応する部分は
遮光するように設計されたフォトマスクを用いて、前記波長変換層に対して、ガラス基板
と逆側から超高圧ＵＶランプを照射した。これにより、青色画素、緑色画素においては、
波長変換層の青色領域、緑色領域での吸収を低下させ、かつ、赤色波長変換機能を低下さ
せ、赤色発光を非発光に変性させた。これにより、有機ＥＬ部からの発光をそのまま効率
良く透過させ、かつ、赤色成分の発光の混色による色純度の低下を防止することができた
。
 上記プロセスは、ドライエアー中で行った。
 次に、上記の波長変換層が形成された基板を、グローブボックス（水分濃度：１ｐｐｍ
以下、酸素濃度：１ｐｐｍ以下）に移し、８０℃にて１時間加熱し、波長変換層中の水分
、酸素を除去した。
 次に、波長変換層上に、スパッタリング法により、膜厚２μｍのＳｉＯＮ膜からなるガ
スバリア層を形成した。
【０１８４】
 基板として、１００×１００ｍｍ角、厚さ０．７ｍｍのガラス基板を用い、このガラス
基板上に、ＰＥＣＶＤ法により、アモルファスシリコン半導体膜を形成した。
 次に、アモルファスシリコン半導体膜の結晶化処理を施すことにより、多結晶シリコン
半導体膜を形成した。
 次に、フォトリソグラフィー法により、多結晶シリコン半導体膜を複数の島状にパター
ン形成した。続いて、パターン形成した多結晶シリコン半導体層上に、ゲート絶縁膜およ
びゲート電極層をこの順番で形成し、フォトリソグラフィー法により、パターン形成を行
った。
 その後、パターン形成した多結晶シリコン半導体膜に、リン等の不純物元素をドーピン
グすることにより、ソースおよびドレイン領域を形成し、ＴＦＴ素子を作製した。
 その後、平坦化膜を形成した。平坦化膜としては、ＰＥＣＶＤ法により形成した窒化シ
リコン膜、スピンコート法により形成したアクリル系樹脂層を、この順で積層し、形成し
た。
 まず、窒化シリコン膜を形成した後、窒化シリコン膜とゲート絶縁膜とを一括してエッ
チングすることによりソースおよび／またはドレイン領域に通ずるコンタクトホールを形
成し、続いて、ソース配線を形成した。その後、アクリル系樹脂層を形成し、ゲート絶縁
膜および窒化シリコン膜に穿孔したドレイン領域のコンタクトホールと同じ位置に、ドレ
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イン領域に通ずるコンタクトホールを形成することにより、アクティブマトリクス基板を
得た。
 平坦化膜としての機能は、アクリル系樹脂層で実現される。
 なお、ＴＦＴ素子のゲート電位を定電位にするためのコンデンサーは、スイッチング用
ＴＦＴ素子のドレインと、駆動用ＴＦＴ素子のソースとの間に、層間絶縁膜等の絶縁膜を
介することで形成した。
 アクティブマトリクス基板上に、平坦化膜を貫通して駆動用ＴＦＴ素子と、第一電極と
をそれぞれ電気的に接続するコンタクトホールを設けた。
【０１８５】
 次に、各画素を駆動するためのＴＦＴ素子と接続した平坦化膜を貫通して設けられたコ
ンタクトホールに電気的に接続するように、スパッタリング法により、各画素の第一電極
（陽極）を形成した。
 第一電極は、スパッタリング法により、反射電極Ａｌ（アルミニウム）を１５０ｎｍと
透明電極ＩＺＯ（酸化インジウム－酸化亜鉛）を９０ｎｍの膜厚で積層して形成し、青色
画素、赤色画素に対応した形状に、従来のフォトリソグラフィー法により、パターン形成
を行った。
 さらに、スパッタリング法により、反射電極Ａｌ（アルミニウム）を１５０ｎｍと透明
電極ＩＺＯ（酸化インジウム－酸化亜鉛）を１８０ｎｍの膜厚で積層して形成し、緑色画
素に対応した形状に、従来のフォトリソグラフィー法により、パターン形成を行った。
 これにより、青色画素と緑色画素の透明電極の膜厚を変えることで、反射電極と半透明
電極の間での干渉（マイクロキャビティー）効果による色純度の強調を行うことが可能と
なる。
 ここでは、第一電極の面積を、１８０μｍ×５４０μｍとした。また、画素が形成され
る表示部の上下左右に幅２ｍｍの封止エリアを設け、さらに、短辺側における封止エリア
の外に、長さ２ｍｍの端子取出し部を設け、長辺側における折り曲げを行う方に、長さ２
ｍｍ端子取出し部を設けた。
 次に、第一電極上に、スピンコート法により、前記のバンク材料と同様にルチル型酸化
チタンを含有する感光性樹脂を、厚さ２００ｎｍとなるように積層した後、従来のフォト
リソグラフィー法により、第一電極のエッジ部を覆うように感光性樹脂をパターン形成し
た。ここでは、第一電極の端から１０μｍ分だけ４辺を覆う構造としてエッジカバーを形
成した。
 次に、前記のアクティブ基板を洗浄した。アクティブ基板の洗浄としては、例えば、ア
セトン、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）などを用いて、超音波洗浄を１０分間行い、
続いて、ＵＶ－オゾン洗浄を３０分間行った。
【０１８６】
 次に、インライン型抵抗加熱蒸着装置内の基板ホルダーに、この基板を固定し、１×１
０－４Ｐａ以下の真空まで減圧し、有機層を構成する各層を成膜した。
 まず、正孔注入材料として、１，１－ビス－ジ－４－トリルアミノ－フェニル－シクロ
ヘキサン（ＴＡＰＣ）を用いて、抵抗加熱蒸着法により、第一電極上に、厚さ２０ｎｍの
正孔注入層を形成した。
 次に、正孔輸送材料として、Ｎ，Ｎ’－ｄｉ－１－ナフチル－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－
１，１’－ビフェニル－１，１’－ビフェニル－４，４’－ジアミン（ＮＰＤ）を用いて
、抵抗加熱蒸着法により、正孔注入層上に、厚さ２０ｎｍの正孔輸送層を形成した。
 次に、正孔輸送層上に、厚さ２０ｎｍの青色有機発光層を形成した。ここでは、真空蒸
着法により、１，４－ビス－トリフェニルシリル－ベンゼン（ＵＧＨ－２）（ホスト材料
）とビス［（４，６－ジフルオロフェニル）－ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’］ピコリネート　
イリジウム（ＩＩＩ）（ＦＩｒｐｉｃ）（青色燐光発光ドーパント）を、それぞれの蒸着
速度を１．５Å／ｓｅｃ、０．２Å／ｓｅｃとし、共蒸着することにより、この青色有機
発光層を形成した。
 次に、青色有機発光層上に、２，９－ジメチル－４，７－ジフェニル－１，１０－フェ
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ナントロリン（ＢＣＰ）を用いて、厚さ１０ｎｍの正孔防止層を形成した。
 次に、正孔防止層上に、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（Ａｌｑ３）
とリチウム（Ｌｉ）を用いて、厚さ１０ｎｍの電子輸送層を形成した。ここでは、真空蒸
着法により、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（Ａｌｑ３）とリチウム（
Ｌｉ）を、それぞれの蒸着速度を１．５Å／ｓｅｃ、０．２Å／ｓｅｃとし、共蒸着する
ことにより、この電子輸送層を形成した。
 さらに、電子輸送層上に、フッ化リチウム（ＬｉＦ）を用いて、厚さ０．５ｎｍの電子
注入層を形成した。
【０１８７】
 この後、電子注入層上に、第二電極を形成した。ここでは、真空蒸着法により、マグネ
シウムと銀を、それぞれの蒸着速度を０．１Å／ｓｅｃ、０．９Å／ｓｅｃとし、共蒸着
することにより、この第二電極を形成した。
 さらに、第二電極上に、干渉効果を強調する目的、および、第二電極における配線抵抗
による電圧降下を防止する目的で、真空蒸着法により、銀を、蒸着速度１Å／ｓｅｃで所
望のパターンに形成した。ここでは、銀からなる厚さ１９ｎｍの薄膜を形成した。これに
より、第二電極を得た。
 ここで、有機ＥＬ部では、反射電極（第一電極）と半透明電極（第二電極）の間でマイ
クロキャビティー効果（干渉効果）が発現し、正面輝度を高めることが可能となり、有機
ＥＬ部からの発光エネルギーをより効率良く、波長変換層および光散乱層に伝搬させるこ
とが可能となる。また、マイクロキャビティー効果により、有機発光層からの発光の色純
度(０．１４、０．２９)を、青色画素、赤色画素では色純度（０．１４、０．０８）に、
緑色画素では色純度（０．２７、０．６４）に調整している。
【０１８８】
 次に、プラズマＣＶＤ法により、膜厚３μｍのＳｉＯ２からなる無機保護層を形成した
後、シャドーマスクを用いて、表示部の端から上下左右２ｍｍの封止エリアまで、無機保
護層をパターン形成した。
 以上により、アクティブ駆動型有機ＥＬ基板を作製した。
 次に、アクティブ駆動型有機ＥＬ基板と、波長変換基板とを、貼り合わせ用のグローブ
ボックス内（水分濃度：１ｐｐｍ以下、酸素濃度：１ｐｐｍ以下）に搬入した。
 次に、波長変換基板の外周部に、ディスペンサーを用いて、２０μｍのスペーサーを分
散させた紫外線硬化型接着剤（商品名：３０Ｙ－４３７、スリーボンド社製） を塗布し
、外周封止材とした。さらに、その外周封止材の中に、ディスペンサーを用いて、充填剤
として、透明シリコーン樹脂（商品名：ＴＳＥ３０５１、東芝シリコーン社製） を塗布
した。
 次に、アクティブ駆動型有機ＥＬ基板と、波長変換基板とを、真空チャンバ内に移送し
、真空チャンバ内を１Ｐａまで減圧した。そして、アライメントマーカーを用いて、一次
アライメントを行いながら、アクティブ駆動型有機ＥＬ基板と波長変換基板を仮接着し、
固定した。
 次に、仮接着したアクティブ駆動型有機ＥＬ基板と波長変換基板をグローブボックスに
移送し、ＣＣＤを用いて二次アライメントを行った。
 次に、外周封止材に、ＵＶランプを用いて紫外線を照射し、外周封止材を硬化させて、
外周封止層を形成した。
 次に、８０℃にて１時間加熱し、前記の透明シリコーン樹脂をゲル化させた。
 次に、光取り出し側の基板に、偏光板を貼り合わせ、アクティブ駆動型有機ＥＬ表示装
置を得た。
 最後に、短辺側に形成した端子を、ソースドライバを介して電源回路に、長辺側に形成
した端子を、ゲートドライバを介して外部電源に接続し、８０×８０ｍｍ角の表示部を持
つアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を得た。
【０１８９】
 ここで、外部電源により、所望の電流を各画素に印加することによって、アクティブ駆
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動型有機ＥＬ表示装置の発光特性を評価した。
 赤色画素において、青緑色燐光発光有機ＥＬ部を任意にスイッチング可能な励起光源と
して用い、赤色蛍波長変換層にて、青緑色燐光有機ＥＬ部からの青色の発光を、マイクロ
キャビティー効果により青色光から赤色光に変換し、さらに、その赤色光を、赤色カラー
フィルターを透過させることによって色純度を向上させることができた。
 緑色画素において、青緑色燐光有機ＥＬ部からの青色の発光を、マイクロキャビティー
効果により青色光から緑色光に変換し、さらに、その緑色光を、緑色カラーフィルターを
透過させることによって色純度を向上させることができた。
 青色画素において、青緑色燐光有機ＥＬ部からの青色の発光を、マイクロキャビティー
効果による青色光の発光を、さらに、青色カラーフィルターを透過させることによって色
純度を向上させることができた。
 また、緑色画素と青色画素では、光散乱層にて、マイクロキャビティー効果による指向
性を有する光を等方発光として、フルカラー表示が可能で、広色再現範囲（ＮＴＳＣ比：
９０％）、視野角特性の良い画像を得ることができた。
【０１９０】
［実施例２］
 赤色画素に、転写法により、波長変換層を形成したこと以外は、実施例１と同様にして
、アクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を作製した。
 波長変換層の形成では、まず、ガラス基板上に、スパッタリング法により、クロムから
なる厚さ２００ｎｍの熱変換層を形成し、転写用基板とした。
 次に、転写用基板上に、スピンコート法により、実施例１で使用した波長変換層形成用
塗液を塗布し、厚さ５μｍの波長変換層を形成し、波長変換層形成用の転写用基板を作製
した。
 次に、カラーフィルターが形成された基板上に、前記の波長変換層形成用の転写基板を
配置し、所定の赤色画素上に、ダイオードレーザーにより、赤色波長変換層を転写形成し
た。
 このように作製した有機ＥＬ表示装置においてもフルカラー表示が可能で、広色再現範
囲（ＮＴＳＣ比：９０％）、視野角特性の良い画像を得ることができた。
【０１９１】
［比較例１］
 下記の通り、電子輸送層と第二電極を形成したこと以外は実施例１と同様にして、アク
ティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を作製した。
 正孔防止層上に、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（Ａｌｑ３）とリチ
ウム（Ｌｉ）を用いて、厚さ１０ｎｍの電子輸送層を形成した。ここでは、真空蒸着法に
より、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（Ａｌｑ３）とリチウム（Ｌｉ）
を、それぞれの蒸着速度を１．５Å／ｓｅｃ、０．２Å／ｓｅｃとし、共蒸着することに
より、この電子輸送層を形成した。
 この後、電子輸送層上に、第二電極を形成した。
 まず、イオンビームスパッタリング装置の成膜チャンバに、前記の各部位が形成された
ガラス基板を固定した。
 次に、ターゲットとしてＩＺＯ焼結体を用い、成膜条件（プラズマビームパワー：４．
０ｋＷ、ビーム断面積ＳＢ２：１２．５６ｃｍ２、ビームエネルギー密度：３１９Ｗ／ｃ
ｍ２、成膜膜厚：２００ｎｍ、成膜ガスとして、Ａｒ：２０ｓｃｃｍ、Ｏ２：１０ｓｃｃ
ｍを導入、ソース材質：ＩＺＯ（ＺｎＯ２が１０質量％）の焼結体、ソース密度：相対密
度９９％以上、この材料の真密度は、Ｉｎ２Ｏ３の真密度が７．１８ｇ／ｃｍ３、ＳｎＯ

２の真密度が６．９５ｇ／ｃｍ３であるから、７．１５６ｇ／ｃｍ３となる。）で第二電
極（透明電極）を形成した。
 このように作製した有機ＥＬ表示装置においては、色再現範囲は、５０％（ＮＴＳＣ比
）であった。
【０１９２】
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［実施例３］
 基板として、１００×１００ｍｍ角、厚さ０．７ｍｍのガラス基板を用いた。これを水
洗した後、純水超音波洗浄を１０分、アセトン超音波洗浄を１０分、イソプロピルアルコ
ール蒸気洗浄を５分行い、１００℃にて１時間乾燥させた。
 まず、ガラス基板の一面に、スピンコート法により、黒色隔壁材料（ＢＫレジスト、東
京応化社製）を塗布した。
 その後、黒色隔壁材料を塗布したガラス基板を、７０℃にて１５分間プリベークして、
膜厚１μｍの塗膜を形成した。
 次に、その塗膜に、所望の画像パターンが形成できるマスク（画素ピッチ２００μｍ、
線幅２０μｍ）を被せて、塗膜にｉ線（１００ｍＪ／ｃｍ２）を照射し、露光した。
 次に、現像液として炭酸ナトリウム水溶液を用いて、塗膜を現像し、純水でリンス処理
を行い、光吸収層（低反射層）を得た。
【０１９３】
 次に、バンク材料として、エポキシ系樹脂（屈折率：１．５９）、アクリル系樹脂（屈
折率：１．４９）、ルチル型酸化チタン（屈折率：２．７１、粒径２５０ｎｍ）、光重合
開始剤および芳香族系溶剤からなる白色感光性組成物を攪拌混合して、ポジ型レジストを
調製した。
 次に、前記のガラス基板の一面上に、スピンコート法により、このポジ型レジストを塗
布し、画素ピッチ２００μｍ、線幅２０μｍでパターン形成し、前記の光吸収層上に、膜
厚５μｍの光反射性バンクを形成した。
 次に、前記のバンクによって区画された領域に、従来の方法により、赤色カラーフィル
ター、緑色カラーフィルター、青色カラーフィルターをパターン形成した。
 次に、上記のカラーフィルターが形成された基板を、グローブボックス（水分濃度：１
ｐｐｍ以下、酸素濃度：１ｐｐｍ以下）に移し、８０℃にて１時間加熱し、カラーフィル
ター中の水分、酸素を除去した。
 次に、カラーフィルター上に、スパッタリング法により、膜厚２μｍのＳｉＯＮ膜から
なるガスバリア層を形成した。
【０１９４】
 基板として、１００×１００ｍｍ角、厚さ０．７ｍｍのガラス基板を用い、このガラス
基板上に、ＰＥＣＶＤ法により、アモルファスシリコン半導体膜を形成した。
 次に、アモルファスシリコン半導体膜の結晶化処理を施すことにより、多結晶シリコン
半導体膜を形成した。
 次に、フォトリソグラフィー法により、多結晶シリコン半導体膜を複数の島状にパター
ン形成した。続いて、パターン形成した多結晶シリコン半導体層上に、ゲート絶縁膜およ
びゲート電極層をこの順番で形成し、フォトリソグラフィー法により、パターン形成を行
った。
 その後、パターン形成した多結晶シリコン半導体膜に、リン等の不純物元素をドーピン
グすることにより、ソースおよびドレイン領域を形成し、ＴＦＴ素子を作製した。
 その後、平坦化膜を形成した。平坦化膜としては、ＰＥＣＶＤ法により形成した窒化シ
リコン膜、スピンコート法により形成したアクリル系樹脂層を、この順で積層し、形成し
た。
 まず、窒化シリコン膜を形成した後、窒化シリコン膜とゲート絶縁膜とを一括してエッ
チングすることによりソースおよび／またはドレイン領域に通ずるコンタクトホールを形
成し、続いて、ソース配線を形成した。その後、アクリル系樹脂層を形成し、ゲート絶縁
膜および窒化シリコン膜に穿孔したドレイン領域のコンタクトホールと同じ位置に、ドレ
イン領域に通ずるコンタクトホールを形成することにより、アクティブマトリクス基板を
得た。
 平坦化膜としての機能は、アクリル系樹脂層で実現される。
 なお、ＴＦＴ素子のゲート電位を定電位にするためのコンデンサーは、スイッチング用
ＴＦＴ素子のドレインと、駆動用ＴＦＴ素子のソースとの間に、層間絶縁膜等の絶縁膜を
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介することで形成した。
 アクティブマトリクス基板上に、平坦化膜を貫通して駆動用ＴＦＴ素子と、第一電極と
をそれぞれ電気的に接続するコンタクトホールを設けた。
【０１９５】
 次に、各画素を駆動するためのＴＦＴ素子と接続した平坦化膜を貫通して設けられたコ
ンタクトホールに電気的に接続するように、スパッタリング法により、各画素の第一電極
（陽極）を形成した。
 第一電極は、スパッタリング法により、反射電極Ａｌ（アルミニウム）を１５０ｎｍと
透明電極ＩＺＯ（酸化インジウム－酸化亜鉛）を９０ｎｍの膜厚で積層して形成し、青色
画素、赤色画素に対応した形状に、従来のフォトリソグラフィー法により、パターン形成
を行った。
 さらに、スパッタリング法により、反射電極Ａｌ（アルミニウム）を１５０ｎｍと透明
電極ＩＺＯ（酸化インジウム－酸化亜鉛）を１８０ｎｍの膜厚で積層して形成し、緑色画
素に対応した形状に、従来のフォトリソグラフィー法により、パターン形成を行った。
 これにより、青色画素と緑色画素の透明電極の膜厚を変えることで、反射電極と半透明
電極の間での干渉（マイクロキャビティー）効果による色純度の強調を行うことが可能と
なる。
 ここでは、第一電極の面積を、１８０μｍ×５４０μｍとした。また、画素が形成され
る表示部の上下左右に幅２ｍｍの封止エリアを設け、さらに、短辺側における封止エリア
の外に、長さ２ｍｍの端子取出し部を設け、長辺側における折り曲げを行う方に、長さ２
ｍｍ端子取出し部を設けた。
 次に、第一電極上に、スピンコート法により、前記のバンク材料と同様にルチル型酸化
チタンを含有する感光性樹脂を、厚さ２００ｎｍとなるように積層した後、従来のフォト
リソグラフィー法により、第一電極のエッジ部を覆うように感光性樹脂をパターン形成し
た。ここでは、第一電極の端から１０μｍ分だけ４辺を覆う構造としてエッジカバーを形
成した。
 次に、前記のアクティブ基板を洗浄した。アクティブ基板の洗浄としては、例えば、ア
セトン、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）などを用いて、超音波洗浄を１０分間行い、
続いて、ＵＶ－オゾン洗浄を３０分間行った。
【０１９６】
 次に、インライン型抵抗加熱蒸着装置内の基板ホルダーに、この基板を固定し、１×１
０－４Ｐａ以下の真空まで減圧し、有機層を構成する各層を成膜した。
 まず、正孔注入材料として、１，１－ビス－ジ－４－トリルアミノ－フェニル－シクロ
ヘキサン（ＴＡＰＣ）を用いて、抵抗加熱蒸着法により、第一電極上に、厚さ２０ｎｍの
正孔注入層を形成した。
 次に、正孔輸送材料として、Ｎ，Ｎ’－ｄｉ－１－ナフチル－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－
１，１’－ビフェニル－１，１’－ビフェニル－４，４’－ジアミン（ＮＰＤ）を用いて
、抵抗加熱蒸着法により、正孔注入層上に、厚さ２０ｎｍの正孔輸送層を形成した。
 次に、正孔輸送層上に、厚さ２０ｎｍの青色有機発光層を形成した。ここでは、真空蒸
着法により、１，４－ビス－トリフェニルシリル－ベンゼン（ＵＧＨ－２）（ホスト材料
）とビス［（４，６－ジフルオロフェニル）－ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’］ピコリネート　
イリジウム（ＩＩＩ）（ＦＩｒｐｉｃ）（青色燐光発光ドーパント）を、それぞれの蒸着
速度を１．５Å／ｓｅｃ、０．２Å／ｓｅｃとし、共蒸着することにより、この青色有機
発光層を形成した。
 次に、青色有機発光層上に、２，９－ジメチル－４，７－ジフェニル－１，１０－フェ
ナントロリン（ＢＣＰ）を用いて、厚さ１０ｎｍの正孔防止層を形成した。
 次に、正孔防止層上に、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（Ａｌｑ３）
を用いて、厚さ１０ｎｍの電子輸送層を形成した。
 次に、電子輸送層上に、フッ化リチウム（ＬｉＦ）を用いて、厚さ０．５ｎｍの電子注
入層を形成した。
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【０１９７】
 この後、電子注入層上に、第二電極を形成した。ここでは、金属蒸着用チャンバに、前
記の有機層が形成された基板を固定し、真空蒸着法により、マグネシウムと銀を、それぞ
れの蒸着速度を０．１Å／ｓｅｃ、０．９Å／ｓｅｃとし、共蒸着することにより、この
第二電極を形成した。
 さらに、第二電極上に、干渉効果を強調する目的、および、第二電極における配線抵抗
による電圧降下を防止する目的で、真空蒸着法により、銀を、蒸着速度１Å／ｓｅｃで所
望のパターンに形成した。ここでは、銀からなる厚さ１９ｎｍの薄膜を形成した。これに
より、第二電極を得た。
 ここで、有機ＥＬ部では、反射電極（第一電極）と半透明電極（第二電極）の間でマイ
クロキャビティー効果（干渉効果）が発現し、正面輝度を高めることが可能となり、有機
ＥＬ部からの発光エネルギーをより効率良く、波長変換層および光散乱層に伝搬させるこ
とが可能となる。また、マイクロキャビティー効果により、有機発光層からの発光の色純
度(０．１４、０．２９)を、青色画素、赤色画素では色純度（０．１４、０．０８）に、
緑色画素では色純度（０．２７、０．６４）に調整している。
【０１９８】
 次に、プラズマＣＶＤ法により、膜厚３μｍのＳｉＯ２からなる無機保護層を形成した
後、シャドーマスクを用いて、表示部の端から上下左右２ｍｍの封止エリアまで、無機保
護層をパターン形成した。
 次に、表示部全体に、抵抗加熱蒸着法により、クマリン６と４－（ジシアノメチレン）
－２－ターシャリーブチル－６－（１，１，７，７,－テトラメチルジュノリジン（ＤＣ
ＪＴＢ）を、それぞれの蒸着速度を１０ｎｍ／ｓｅｃ、０．５ｎｍ／ｓｅｃとし、共蒸着
することにより、厚さ４００ｎｍの波長変換層を形成した。
【０１９９】
 次に、青色画素、緑色画素に対応する部分は、光を透過し、赤色画素に対応する部分は
遮光するように設計されたフォトマスクを用いて、前記波長変換層に対して、ガラス基板
と逆側から超高圧ＵＶランプを照射した。これにより青色画素、緑色画素においては、波
長変換層の青色領域、緑色領域での吸収を低下させ、かつ、赤色波長変換機能を低下させ
、赤色発光を非発光に変性させた。これにより、有機ＥＬ部からの発光をそのまま効率良
く透過させ、かつ、赤色成分の発光の混色による色純度の低下を防止することができた。
 以上により、アクティブ駆動型有機ＥＬ基板を作製した。
 次に、アクティブ駆動型有機ＥＬ基板と、波長変換基板とを、貼り合わせ用のグローブ
ボックス内（水分濃度：１ｐｐｍ以下、酸素濃度：１ｐｐｍ以下）に搬入した。
 次に、アクティブ駆動型有機ＥＬ基板と、波長変換基板とを、表示部の外に形成されて
いる位置合わせマーカーにより位置合わせを行った。
 なお、アクティブ駆動型有機ＥＬ基板の外周部には、予め熱硬化性樹脂が塗布されてお
り、その熱硬化性樹脂を介して両基板を密着し、９０℃にて２時間加熱することにより、
熱硬化性樹脂を硬化させた。また、前記の貼り合わせ工程は、有機層の水分による劣化を
防止するために、ドライエアー環境下（水分量：－６０℃）で行った。
【０２００】
 次に、光取り出し側の基板に、偏光板を貼り合わせ、アクティブ駆動型有機ＥＬ表示装
置を得た。
 最後に、短辺側に形成した端子を、ソースドライバを介して電源回路に、長辺側に形成
した端子を、ゲートドライバを介して外部電源に接続し、８０×８０ｍｍ角の表示部を持
つアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を得た。
【０２０１】
 ここで、外部電源により、所望の電流を各画素に印加することによって、アクティブ駆
動型有機ＥＬ表示装置の発光特性を評価した。
 赤色画素において、青緑色燐光発光有機ＥＬ部を任意にスイッチング可能な励起光源と
して用い、赤色蛍波長変換層にて、青緑色燐光有機ＥＬ部からの緑色の発光を、マイクロ
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キャビティー効果により緑色光から赤色光に変換し、さらに、その赤色光を、赤色カラー
フィルターを透過させることによって色純度を向上させることができた。
 緑色画素において、青緑色燐光有機ＥＬ部からの緑色の発光を、マイクロキャビティー
効果による緑色光を、さらに、緑色カラーフィルターを透過させることによって色純度を
向上させることができた。
 青色画素において、青緑色燐光有機ＥＬ部からの青色の発光を、マイクロキャビティー
効果による青色光を、さらに、青色カラーフィルターを透過させることによって色純度を
向上させることができた。
 また、緑色画素と青色画素では、光散乱層にて、マイクロキャビティー効果による指向
性を有する光を等方発光として、フルカラー表示が可能で、広色再現範囲（ＮＴＳＣ比：
９２％）、視野角特性の良い画像を得ることができた。
【０２０２】
［実施例４］
 赤色画素に、転写法により、波長変換層を形成したこと以外は、実施例３と同様にして
、アクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を作製した。
 波長変換層の形成では、まず、ガラス基板上に、スパッタリング法により、クロムから
なる厚さ２００ｎｍの熱変換層を形成し、転写用基板とした。
 次に、転写用基板上に、抵抗加熱蒸着法により、クマリン６と４－（ジシアノメチレン
）－２－ターシャリーブチル－６－（１，１，７，７,－テトラメチルジュノリジン（Ｄ
ＣＪＴＢ）を、それぞれの蒸着速度を１０ｎｍ／ｓｅｃ、０．５ｎｍ／ｓｅｃとし、共蒸
着することにより、厚さ４００ｎｍの波長変換層を形成し、波長変換層形成用の転写用基
板を作製した。
 次に、カラーフィルターが形成された基板上に、前記の波長変換層形成用の転写基板を
配置し、所定の赤色画素上に、ダイオードレーザーにより、赤色波長変換層を転写形成し
た。
 このように作製した有機ＥＬ表示装置においてもフルカラー表示が可能で、広色再現範
囲（ＮＴＳＣ比：９２％）、視野角特性の良い画像を得ることができた。
【０２０３】
［比較例２］
 下記の通り、電子輸送層と第二電極を形成したこと以外は実施例３と同様にして、アク
ティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を作製した。
 正孔防止層上に、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（Ａｌｑ３）とビス(
８－ヒドロキシキノリン)リチウム（Ｌｉｑ２）を用いて、厚さ１０ｎｍの電子輸送層を
形成した。ここでは、真空蒸着法により、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウ
ム（Ａｌｑ３）とリチウム（Ｌｉ）を、それぞれの蒸着速度を１．５Å／ｓｅｃ、０．２
Å／ｓｅｃとし、共蒸着することにより、この電子輸送層を形成した。
 この後、電子輸送層上に、第二電極を形成した。
 まず、イオンビームスパッタリング装置の成膜チャンバに、前記の各部位が形成された
ガラス基板を固定した。
 次に、ターゲットとしてＩＺＯ焼結体を用い、成膜条件（プラズマビームパワー：４．
０ｋＷ、ビーム断面積ＳＢ２：１２．５６ｃｍ２、ビームエネルギー密度：３１９Ｗ／ｃ
ｍ２、成膜膜厚：２００ｎｍ、成膜ガスとして、Ａｒ：２０ｓｃｃｍ、Ｏ２：１０ｓｃｃ
ｍを導入、ソース材質：ＩＺＯ（ＺｎＯ２が１０質量％）の焼結体、ソース密度：相対密
度９９％以上、この材料の真密度は、Ｉｎ２Ｏ３の真密度が７．１８ｇ／ｃｍ３、ＳｎＯ

２の真密度が６．９５ｇ／ｃｍ３であるから、７．１５６ｇ／ｃｍ３となる。）で第二電
極（透明電極）を形成した。
 このように作製した有機ＥＬ表示装置においては、色再現範囲は、５２％（ＮＴＳＣ比
）であった。
【産業上の利用可能性】
【０２０４】



(46) JP 2015-26418 A 2015.2.5

10

20

30

40

50

 本発明は、有機ＥＬ表示装置に適用することができる。
【符号の説明】
【０２０５】
１０　有機ＥＬ表示装置
１１　第一基板
１２　第一電極
１３　第二電極
１４　有機層
１５　有機エレクトロルミネッセンス部（有機ＥＬ部）
１６　青色カラーフィルター
１７　青色画素部
１８　緑色カラーフィルター
１９　緑色画素部
２０　波長変換層
２１　赤色画素部
２２　エッジカバー（隔壁）
２３　第二基板
２４　封止膜
２５　接着層
２６　波長変換層
２７　波長変換層
２８　赤色カラーフィルター
２９　光吸収層（低反射層）
３０　低屈折率層
３１　反射電極
３２　透明電極
３３　正孔注入層
３４　正孔輸送層
３５　有機発光層
３６　電子輸送層
３７　電子注入層
３８　偏光板
４０　有機ＥＬ表示装置
４１　光散乱層
５０　有機ＥＬ表示装置
５１　バンク
６０　有機ＥＬ表示装置
７０　有機ＥＬ表示装置
８０　有機ＥＬ表示装置
９０　有機ＥＬ表示装置
１００　有機ＥＬ表示装置
１１０　有機ＥＬ表示装置
１１１　ＴＦＴ（駆動素子）
１１２　ゲート電極
１１３　ゲート絶縁膜
１１４　ソース電極
１１５　ドレイン電極
１１６　配線
１１７　平坦化膜
１１８　コンタクトホール
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１１９　充填剤
１２０　絶縁層
１２１　正孔防止層
１３０　有機ＥＬ表示装置
１４０　有機ＥＬ表示装置
２０１　ＡＤ変換回路
２０２　画像処理回路
２０３　制御回路
２０４　走査線駆動回路
２０５　信号線駆動回路
２０６　電源回路
２０７　画素部
２０８　走査線
２０９　信号線
２１０　電源線
２１１　スイッチングトランジスタ
２１２　駆動トランジスタ
２１３　有機ＥＬ素子
２１４　キャパシタ
２２０　シーリングライト（照明装置）
２２１　発光部
２２２　吊下線
２２３　電源コード
２３０　照明スタンド（照明装置）
２３１　発光部
２３２　スタンド
２３３　メインスイッチ
２３４　電源コード
２４０　携帯電話
２４１　音声入力部
２４２　音声出力部
２４３　アンテナ
２４４　操作スイッチ
２４５　表示部
２４６　筐体
２５０　薄型テレビ
２５１　表示部
２５２　スピーカ
２５３　キャビネット
２５４　スタンド
２６０　携帯型ゲーム機
２６１，２６２　操作ボタン
２６３　外部接続端子
２６４　表示部
２６５　筐体
２７０　ノートパソコン
２７１　表示部
２７２　キーボード
２７３　タッチパッド
２７４　メインスイッチ
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２７５　カメラ
２７６　記録媒体スロット
２７７　筐体
２８０　タブレット端末
２８１　表示部（タッチパネル）
２８２　カメラ
２８３　筐体
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